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1. Scopul proiectului 
Studierea proprietăților electronice, fononice, termoelectrice, electrofizice și fotoelectrice ale 
materialelor nanostructurate în baza (1) oxizilor In2O3 dopați cu Sn, Ga, Zn, Pb și Tl, (2) 
peliculelor subțiri In-Ga-Sn-O, ZnO-In2O3, SnS, SnS2, SnSe, SnSe2, Bi-Sn, Zn1-xMgxO și 
In2xGa2(1-x)O3 și (3) nanofirelor și nanotuburilor de siliciu. 

2. Obiectivele proiectului 2020–2023 
1. Elaborarea tehnologiilor de depunere a peliculelor In-Ga-Sn-O și ZnO-In2O3; studierea 

parametrilor lor structurali și electrofizici; 
2. Studierea teoretică a proprietăților electronice, fononice și termice ale oxizilor metalici 

In2O3 cu defecte punctiforme complexe pe bază de Sn, Ga, Zn, Pb și Tl; 
3. Studierea teoretico-experimentală a particularităților transportului termic în peliculele In-

Sn-O dopate cu Ga; 
4. Studierea teoretică a proceselor fononice în nanofirele și nanotuburile cristaline de Si și 

cristalin-amorfe de Si/SiO2 și c-Si/a-Si; 
5. Elaborarea procedeelor tehnologice de obținere a peliculelor de SnS, SnS2, SnSe, SnSe2 

cu parametri morfologici, electrofizici şi optici dirijaţi; 
6. Elaborarea procedeelor tehnologice de obținere a filmelor Bi-Sn pe suport de sticlă sau 

mică și elaborarea tehnologiilor de recristalizare a acestor filme în câmp electric puternic 
pentru obținerea filmelor monocristaline cu orientare predeterminată a axei 
cristalografice C3; 

7. Elaborarea procedeelor tehnologice de obținere a filmelor oxidice în sistemele Zn1-

xMgxO și In2xGa2(1-x)O3 și caracterizarea lor prin metode optice; 
8. Elaborarea design-ului fotoreceptorilor de radiație UV în baza filmelor oxidice de 

ZnxMg1-xO și a dispozitivului de flux termic în baza microfirelor și filmelor planare de 
Bi. 

9. Dezvoltarea tehnologiei de producere a microfirului semiconductor din compușii 
calcogenici SnSe în înveliș de sticlă. 

3. Rezultate planificate conform proiectului depus 

 Vor fi obținute pelicule în sistemul In-Ga-Sn-O cu diferită compoziție, structură şi 
grosime şi vor fi studiate proprietățile termoconductibile ale lor;  

 Vor fi cercetate teoretic proprietățile fononice şi termice ale nanofirelor şi 
nanotuburilor cristaline de Si şi cristalin-amorfe de Si/SiO2  şi a-Si/c-Si; 

 Vor fi cercetate teoretic partcularitățile spectrului electronic şi fononic al oxizilor In2O3 

dopați cu Sn, Zn, Pb şi Tl; 
 Va fi cercetată experimental transformarea compoziției filmelor nanocompozite la 

variația conținutului de ZnO în limite largi (0-200 % at. în raport cu faza In2O3), de 
asemenea vor fi studiate particularitățile morfologice şi structurale ale filmelor în cazul 
unor astfel de modificări fazice; 

 Vor fi elaborarate procedee tehnologice de obținere a peliculelor de SnS, SnS2, SnSe şi 
SnSe2. Vor fi confecţionate structuri de dispozitive cu microunde cu parametri morfo-
logici, electrofizici şi optici dirijaţi şi vor fi studiate proprietăţile de detectare a lor;  

 Vor fi elaborate procedee tehnologice de obținere a straturilor monocristaline Bi-Sn pe 
suport de sticlă sau mică cu orientare predeterminată a axei cristalografice C3; 

 Vor fi elaborate procedee tehnologice de obținere a filmelor oxidice în sistemele Zn1-

xMgxO şi In2xGa2(1-x)O3 şi va fi efectuată caracterizarea lor prin metode optice; 
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 Va fi elaborat design-ul fotoreceptorilor de radiație UV în baza filmelor oxidice de 
ZnxMg1-xO şi dispozitivul de flux termic în baza microfirelor şi peliculelor de Bi; 

 Vor fi cercetate proprietățile termoelectrice ale straturilor și microfirelor de SnSe dopat 
cu Ag. 

4. Rezultatele obținute 
4.1. Structura cristalină a peliculelor subțiri In-Sn-Ga-O, obținute prin pulverizare 

magnetronică 
A fost efectuată cercetarea particularităților structurale ale peliculelor subțiri din sistemul In-

Sn-Ga-O, obținute prin pulverizare magnetronică. După componență peliculele date au fost 
analogice peliculelor obținute în etapa precedentă a proiectului prin metoda spray-pirolizei de 
temperatură joasă: concentrația Sn a fost de ~ 8 – 10 % at., iar concentrația Ga a variat în 
diapazonul 0 – 50 % at. Insă peliculele, obținute în etapa dată a proiectului, au fost depuse la 
temperaturi de până la 500 oС pe substrat de sapfir. Substratul utilizat permite efectuarea coacerii 
lor la temperaturi înalte de ~ 1000 oС. Difracția Roentgen a stabilit starea cristalină a peliculelor, 
având concentrația Ga de până la 20 % at. Dimensiunile corespunzătoare ale nanocristalitelor au 
variat de la 10 nm până la 6 nm odată cu creșterea concentrației de Ga. Microscopia atomică de 
forță a stabilit prezența aglomerațiilor de granule cu dimensiunea spațială caracteristică de 
~ 30 nm. Poziția maximurilor de bază ale difractogramelor peliculelor dopate cu Ga denotă o 
majorare a dimensiunilor celulei elementare a rețelei nanocristalitului, lucru care se acordă cu 
prezicerile teoretice și indică o poziționare internodală a atomilor de Ga și Sn (vezi Figurile A1 – 
A2 și descrierea lor în Anexa 6). 

4.2. Conductibilitatea termică a peliculelor subțiri In-Sn-O:Ga 
Au fost efectuate cercetări a proprietăților termoconductibile ale peliculelor subțiri ITO, 

dopate cu Ga, obținute prin metoda spray-pirolizei. Măsurarea conductibilității termice a 
peliculelor a fost efectuată prin metoda reflecției femtosecundale laser. Concentrația Sn în 
pelicule a fost de ~ 6 % (prin % aici și în continuare se semnifică procente atomice). După cum 
am stabilit anterior [V. Brinzari et al. Physica E 81, 59 – 58 (2016)], o astfel de concentrație a 
dopantului este optimală pentru obținerea peliculelor cu o valoare înaltă a  coeficientului de 
calitate termoelectrică ZT. Pentru interpretarea datelor experimentale am dezvoltat modelul 
teoretic al conductibilității termice de rețea în astfel de pelicule. Constantele de forță ale 
interacțiunilor interatomare, care sunt necesare pentru calcularea modelor fononice, au fost 
determinate în cadrul teoriei funcționalului de densitate a stărilor. Conductibilitatea termică a 
fost obținută la linearizarea ecuației cinetice Boltzman în aproximația perioadei de relaxare. Au 
fost luate în calcul principalele perioade de împrăștiere a fononilor în structurile cristaline 
nanogranulate (împrăștierea în procesele Umklapp și împrăștierea pe granule). Transportul 
fononic de difuzie, care este specific structurilor amorfe, a fost modelat cu ajutorul vitezei de 
difuzie a oscilațiilor rețelei [A. Cocemasov et al. Nanomaterials 11, 1126 (2021)]. 

În Figura 1 este prezentată dependența conductibilității termice de concentrația Ga. Pătrățelele 
indică valorile măsurate ale conductibilității termice, iar curbele corespund rezultatelor teoretice, 
obținute pentru ITO:Ga cristalin și amorf. Conductibilitatea termică electronică este de câteva ori 
mai mică decât conductibilitatea termică de rețea în ITO:Ga nanogranulat și este comparabilă cu 
conductibilitatea termică de rețea în ITO:Ga amorf. Valorile experimentale ale conductibilității 
termice se află într-un acord perfect cu valorile teoretice, calculate pentru ITO:Ga granulat la 
concentrații ale Ga mai mici de 10 % și pentru ITO:Ga amorf la concentrații ale Ga mai mari de 
20 %. Astfel putem concluziona, că micșorarea bruscă a conductibilității termice la majorarea 
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concentrației Ga de la 10 % la 20 % este legată de modificarea caracterului transportului termic 
la amorfizarea rețelei cristaline a peliculelor cercetate.  

 

Figura 1. Dependență conductibilității termice de concentrația Ga în peliculele subțiri 
ITO:Ga. 

Rezultatele obținute demonstrează posibilități de inginerie a conductibilității termice prin 
modificarea concentrației Ga dopant, iar valorile joase ale conductibilității termice pot fi de 
perspectivă în aplicațiile termoelectrice ale peliculelor subțiri ITO:Ga. 

4.3. Structura cristalină a peliculelor subțiri SnS și SnS2. 
Prin metoda transportului chimic din faza de vapori au fost inițial obtinute monocristale de 

SnS și SnS2. Depunerea peliculelor de SnS (SnS2) s-a efectuat prin pulverizare magnetronică cu 
o configurare ce conține un magnetron RF, plasat central și o țintă din SnS (SnS2) cu diametrul 
de 50 mm, răcită cu apă. În procesul pulverizării RF temperatura substratului era menținută la 
T = 200 °C și la o presiune în camera de lucru de circa 7,4 mBar. Puterea de descărcare a 
magnetronului a fost de 80 W. Fluxul de argon în incintă a fost de 50 ml/min. În Figura 2(a) este 
prezentată imaginea SEM a filmelor de SnS, iar în Figura 2(b) este prezentată dependenţa 
responsivităţii voltaice în funcţie de puterea la întrare pentru frecvenţa de 1 GHz.  

100 nm 

 
Figura 2. (a) Imaginea SEM a filmelor de SnS. (b) Responsivitatea voltaică în funcție de 

puterea la întrare la frecvența de 1 GHz. 

În baza peliculelor de SnS cu grosimi nanometrice de ~ 10 nm au fost confecţionate structuri 
de dispozitive cu microunde şi studiate proprietăţile de detectare a microundelor, obţinând la 
frecvenţa de 1 GHz o responsivitate de 30 mV/mW pentru 0 V tensiune aplicată  la un nivel de 

putere la intrare de 16 W. 
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4.4. Tranzistorii cu efect de câmp în baza filmelor de SnS. 
În baza filmelor de SnS, obținute prin metoda magnetron de depunere, a fost elaborat 

procedeul de confecționare și studiate caracteristicile tranzistorilor cu efect de câmp (FET) 
pentru domeniul 0.1 – 10 GHz. FET-urile de SnS demonstrează o pantă subprag (SS) sub 
60 mV/decadă datorită feroelectricității în plan a SnS, atingând o valoare minimă a 
SS = 21 mV/decadă. FET în bază de SnS demonstreaza valori pentru SS mai mici de 
60 mV/decadă ca și alte tranzistoare cu polarizare electrică verticală. În soluția propusă avem 
SnS ultrasubțire cu polarizare electrică paralelă, care este atât canalul, cât și feroelectricul. 
Tranzistorii în baza filmelor SnS cu grosimea de 10 nm posedă următoarele lățime W și 
lungimea L a canalului: W, L = 0.5, 1, 2, și 5 µm (vezi Figurile 3 și 4). 

 

 

 

4.5. Peliculele de Zn1-xMgxO și fotodetectoare în baza lor. 
Au fost obţinute peliculele de Zn1-xMgxO cu valoarea x = 0 – 0.8, depuse prin metoda „spin 

coating” şi depunerea ”spray” din soluţii chimice pe suporturi din Si şi cuarţ. Au fost studiate 
morfologia, compoziţia chimică, structura cristalină şi proprietăţile optice ale filmelor obţinute 
prin aplicarea metodelor SEM, EDX, XRD şi spectroscopiei optice. Au fost stabilite condiţiile 
optimale pentru tratarea termică a filmelor obţinute, ce ţin de structura cristalină, componenţa 
chimică a fazei cristaline a filmelor depuse şi valoarea benzii interzise a acestora în funcţie de 
valoarea x a compusului ternar (vezi Figura 5).  

 

Figura 5. Dependenţa absorbției optice de energia fotonilor la temperatura camerei 
pentru filmele de Zn1-xMgxO, depuse pe suport de cuarţ prin metoda (a) „spin coating” şi (b) a 
spray pirolizei. (c) Dependenţa benzii interzise a filmelor Zn1-xMgxO de concentraţia x a Mg în 
filmele depuse prin metoda „spin coating” şi a spray pirolizei. 

A fost elaborată structura fotoreceptorului multistrat cu heterojoncţiune  
Al/p-Si/n-Zn0.85Mg0.15O/n-Zn0.65Mg0.35O/Ag pe suport de Si pentru domeniul UV al spectrului 
optic (vezi Figura 6). Au fost estimate responsivitatea (R) şi detectivitatea (D) ale 
fotoreceptorului, care constituie respectiv R = 460 mA/W, D*= 1.0 × 1010 cm∙Hz1/2W-1.  

Figura 3. Structura 
tranzistorului FET. 

Figura 4. Caracteristica I–V pentru FET de 
SnS cu W = 2 µm și L = 0.5 µm: (a) dependența 
ID–VD pentru diferite valori VG; (b) dependența 
log(ID)–VG pentru diferite valori VD. 
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Figura 6. (a) Structura fotoreceptorului cu heterojoncţiune Al/p-Si/n-Zn0.85Mg0.15O/ 
n-Zn0.65Mg0.35O/Ag pe suport de Si. (b) Dependenţa curent–tensiune a dispozitivului elaborat la 
întuneric şi la iluminare. 

4.6. Proprietățile electronice, fononice și termice ale oxizilor In2O3 dopați cu Sn, Ga, 
Zn, Pb și Tl: 

În cadrul teoriei funcționalului densității stărilor (DFT) au fost cercetate ab initio 
proprietățile electronice și fononice ale oxidului de indiu, dopat cu Sn, Ga, Zn, Pb și/sau Tl. 
Oxidul In2O3 dopat a fost modelat pe baza celulei primitive a In2O3 de tip bixbyit cu 40 de atomi 
prin înlocuirea unui atom de In în nodul b al rețelei cu un atom de Sn, Zn sau Pb și adăugarea 
ulterioară a unui atom de Tl într-un internod în imediata vecinătate a atomului de Sn sau Pb în 
cazul defectelor biatomice Sn-Ga sau Pb-Tl. Aceasta configurație duce la formarea impurității 
punctiforme Znb, Snb-Gai sau Pbb-Tli. 

 
Figura 7. Distribuția energetică a: (a) lungimilor parcursului liber mediu al fononilor și 

(b) conductibilității termice cumulative fononice la 300 K în In2O3 fără defecte (negru), cu 
defectul Snb (roșu) și cu defectul Snb-Gai (albastru). 

Calculele efectuate au demonstrat, că toate defectele considerate provoacă modificarea 
substanțială a spectrelor electronice și fononice (vezi Figurile A3 – A5 și descrierea lor în 
Anexa 6).  

Pentru a estima perspectivele proprietăților termice ale In2O3 cu defectele Snb-Gai, Pbb-Tli 

sau Znb, am calculat conductibilitatea termică fononică κph în cadrul ecuației cinetice linearizate 
Boltzmann (BTE), luând în considerație toate canalele posibile de împrăștiere trei-fononice. În 
Figura 7 sunt prezentate lungimile parcursului liber mediu al fononilor (MFP) la temperatura 
camerei (Figura 7(a)) și κph cumulativ (Figura 7(b)) în In2O3 fără defecte (negru), cu defectul 
punctiform Snb (roșu) și cu defectul punctiform Snb-Gai (albastru). 
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Se poate observa, că pentru întreaga gamă de energii atât MFP, cât și conductibilitatea 
termică în In2O3 cu Snb-Gai este de la 5 până la 20 de ori mai mică la 300 K decât în In2O3 pur 
sau In2O3 cu doar defectul Snb. Aceasta implică faptul, că modurile vibraționale de tip „rattling” 
ale atomilor de Sn și Ga induc suprimarea transportului termic nu numai în partea de frecvențe 
joase a spectrului, dominată de atomii de In, cât și în partea de frecvențe înalte, dominată de 
atomii de oxigen. Efectul similar se observă și pentru In2O3:Znb și In2O3: Pbb-Tli. 

4.7. Senzorul anizotrop de flux termic pe baza filmelor de Bi. 
Pentru funcționarea unui senzor anizotrop de flux termic realizat dintr-un material cu 

anizotropie de termoputere (Bi), este necesar ca axa cristalografică C3 să fie orientată sub un 
anumit unghi față de planul senzorului. Prin metoda de evaporare termică a Bi în vid pe suport 
din mică, au fost depuse filme policristaline de Bi cu grosimea de 2 – 5 μm. Recristalizarea lor 
pentru obținerea filmelor monocristaline cu orientarea predeterminată a axei cristalografice C3 a 
necesitat elaborarea instalației, care permite efectuarea recristalizării peliculelor de Bi în câmp 
electric puternic cu ajutorul radiației lazer cu lungimea de undă λ=450 nm. În cadrul ciclului 
inițial unic erau executate elementele constructive ale traductorului de flux de căldură, după 
aceea era efectuat procesul de recristalizare. Câmpul electric era obținut intr-o placă transparentă 
de sticlă cu un strat conductor depus și o placă de cupru; în procesul de recristalizare 
condensatorul se rotea la un unghi de +/- 36º. Mostrele experimentale ale senzorilor de flux de 
căldură sunt pregătite pentru testare (vezi Figurile A6 – A7 și descrierea lor în Anexa 6). 

4.8. Conductibilitatea termică fononică a nanofirelor și nanotuburilor de siliciu 
În cadrul modelului Born-von Karman și a ecuației de transport Boltzmann, au fost cercetate 

teoretic stările fononice și conductibilitatea termică de rețea în nanofirele cristalin-amorfe 
Si/SiO2 și c-Si/a-Si cât și în nanotuburile de siliciu cu secțiune transversală variabilă. Am stabilit, 
că aceste nanofire și nanotuburi reprezintă încă o clasă de nanomateriale de perspectivă pentru 
ingineria fononică, deoarece ele posedă valori ultra-joase ale conductibilității termice fononice: 
(1) conductibilitatea termică fononică a nanofirelor cristalin-amorfe Si/SiO2 (c-Si/a-Si) cercetate 
este de circă ~ 0.2 W/mK la temperatura camerei, iar (2) modificând grosimea și lungimea 
segmentelor nanotuburilor, este posibil de micșorat conductibilitatea termică fononică de 2–6 ori 
comparativ cu nanotuburile cu secțiune transversală constantă, într-un diapazon larg de 
temperaturi: 50 – 400 К. 

4.9. Proprietățile termoelectrice ale straturilor și microfirelor de SnSe dopat cu Ag. 
Au fost studiate proprietățile termoelectrice ale straturilor monocristaline și ale 

microfirelor policristaline în înveliș de sticlă în bază de SnSe dopat cu Ag, în intervalul de 
temperaturi 90 – 300 K. Monocristalele SnSeAg0.01 sunt crescute prin metoda verticală Bridgman 
din topitură stoichiometrică. Un strat monocristalin cu grosimea de 35 µm este format prin 
metoda de exfoliere la o temperatură joasă. Microfirele policristaline în înveliș de sticlă cu 
diferite diametre: 40 µm –140 µm, sunt preparate prin metoda Ulitovsky. Forța electromotoare a 
probelor investigate (microfire și straturi) la 300 K constitue 190 – 210 μV/K. Factorul de putere 
al tuturor probelor la temperatura camerei are o valoare de 15 – 18 µW cm–1 K–2, care scade 
monoton odată cu scăderea temperaturii și corespunde valorilor atinse pentru Bi2Te3. Conform 
puterii termoelectrice măsurate, toate probele prezintă conductivitate de tip n (vezi Figura A9 din 
Anexa 6). 
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5. Impactul științific, social și/sau economic al rezultatelor științifice obținute în cadrul 
proiectului  
 Impactul științific principal al rezultatelor obținute este legat de obținerea cunoștințelor 

fundamentale noi despre procesele electronice, fononice, termice și termoelectrice în 
materialele nanostructurate studiate: (1) oxizii metalici In2O3 dopați cu Sn, Ga, Zn, Pb 
și/sau Tl, (2) peliculele subțiri din sistemul In-Sn-Ga-O, ZnO-In2O3, SnS, SnS2, SnSe, 
In2xGa2(1-x)O3, ZnxMg1-xO și Bi, în nanofirele și nanotuburile din Si cu secțiunea 
transversală variabilă. Impactul științific este confirmat de faptul, că rezultalele 
principale ale proiectului au fost publicate în 26 articole științifice în reviste 
internaționale cu factor de impact ISI și au fost prezentate în cadrul a 46 conferințe 
științifice internaționale.  

 Impactul economic al proiectului este legat de aplicarea posibilă a rezultatelor obținute 
pentru îmbunătățirea parametrilor de lucru ai dispozitivelor electronice; 

 Rezultatele obținute vor fi de asemenea utilizate la actualizarea cursurilor, ținute de 
participanții proiectului în cadrul Facultății de Fizică și Inginerie a Universității de Stat 
din Moldova, fapt care la rândul său va contribui la ridicarea nivelului de pregătire al 
generațiilor noi de fizicieni din Republica Moldova. Lucrul acesta reprizinta impactul 
social al proiectului. 

6. Infrastructura de cercetare utilizată în cadrul proiectului 
În realizarea proiectului a fost utilizată infrastructura de cercetare a Universității de Stat 

din Moldova (USM), a Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii “D.Ghițu” 
(IIEN) al Universității Tehnice a Moldovei, a Centrului Național de Studiu și Testare a 
Materialelor (CNSTM) al Universității Tehnice a Moldovei și a Institutului de Știință și 
Tehnologie (IST) „Gwanju” (Corea de Sud): 

USM: 

 Instalațiile experimentale de depunere a peliculelor subțiri prin metodele de spray-
piroliză și pulverizare magnetronică; 

 Difractometrul de raze X – Empyrean (Malvern Panalytical) 

 Microscopul Atomic de Forță – XE-7 (Park System). 
IIEN: 

 Echipamente tehnologice de creștere a cristalelor prin metoda Bridgman; 

 Echipamente tehnologice de transport chimic din faza de vapori de tip VRT-3, dotate cu 
dispozitive de reglare și menținere cu precizie înaltă a temperaturii; 

 Instalația de depunere a filmelor prin metoda magnetron RF de tip „Tectra”; 

 Instalația de depunere a filmelor prin metoda vaporizării termice de tip VUP-5M; 

 Instalații industriale de întindere a firelor cu înveliș din sticlă de tip ITMF-3 (firma 
„Microfir Tehnologii Industriale Ltd”) ;  

 Instalația pentru studierea efectului Peltier în probe nanostructurate de semiconductori și 
semimetale; 

 Instalația pentru studierea rezistenței, puterii termoelectrice și a diagramelor de rotație 
într-un câmp magnetic constant de 0,4 T în probe de semiconductori și semimetale, în 
intervalul de temperaturi 78 - 300 K. 

CNSTM: 
 Microscopul electronic de tip Zeiss Ultraplus SEM; 
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 Analizatorul EDX. 
IST: 

 Microscopul electronic de scanare (Hitachi S-4700); 

 Instalația experimentală de măsurare a conductibilității termice prin metoda reflecției 
termice femtosecundale laser. 

7. Colaborare la nivel național/ internațional în cadrul implementării proiectului 
Pe parcursul implementării  proiectului echipa de cercetare a efectuat colaborări 

științifice cu următoarele echipe de cercetători: 
La nivel național 

 echipa de cercetători condusă de dr. S. Vatavu (USM) (efectuarea analizei AFM și 
XRD a peliculelor subțiri ZnO-In2O3); 

 ehcipa de cercetători de la Centrul Național pentru Studiul și Testarea Materialelor 
(UTM) (efectuarea analizei SEM și EDX a materialelor nanostructurate în bază de 
SnS, SnS2, Bi2Te3, In-Ga-Sn-O, Zn-Mg-O). 

La nivel internațional 

 echipa de cercetători condusă de Prof. A.A. Balandin de la Universitatea din 
California – Los-Angeles (SUA) (cercetări comune a proprietăților fononice în 
nanostructuri); 

 echipa de cercetători condusă de Prof. K. Rogacki de la Institute of Low Temperatures 
and Structural Research, Wroclaw, Polonia: efectuarea studiilor complexe privind 
structurile de dimensionalitate redusă în baza materialelor Bi2Te3 și BiSb; 

 echipa de cercetători condusă de Prof. T.E. Huber de la Universitatea „Howard” 
(SUA) (cercetări comune a nanofirelor de Bi și aleajelor Bi-Sb). 

8. Dificultățile în realizarea proiectului  
Nu sunt. 

9. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de publicații (obligatoriu) 
9.1. Monografii: – 1 

- monografii internaționale – 1  
1. KOROTCENKOV, G. Handbook of Humidity Measurement: Methods, Materials and 

Technologies. Vol. 3: Sensing Materials and Technologies. Boca Raton, USA: CRC Press, 
2020, 502 p. ISBN-10: 1138482870. 

9.2. Capitole în monografii naționale/internaționale - 25 

1. KOROTCENKOV, G., AHMAD, R.G., GULERIA, P., KUMAR, V. Introduction to 
biosensing. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and 
Radiation Detectors. Vol. 3: Sensors, biosensors and radiation detectors. Springer, 
Switzerland, 2023, pp. 441-474. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24000-3_17 

2. AMIN, F., IQBAL, Y., KOROTCENKOV, G. Luminescence and fluorescence ion sensing 
luminescence and fluorescence ion sensing. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI 
Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 3: Sensors, biosensors and 
radiation detectors. Springer, Switzerland, 2023, pp. 361-391. https://doi.org/10.1007/978-
3-031-24000-3_14 

3. KOROTCENKOV, G., IVANOV, M., BRINZARI, V. II–VI semiconductor-based humidity 
sensors. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and 
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Radiation Detectors. Vol. 3: Sensors, biosensors and radiation detectors. Springer, 
Switzerland, 2023, pp. 281-303. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24000-3_11 

4. KOROTCENKOV, G., BRINZARI, V. Introduction in gas sensing. In: G. Korotcenkov 
(ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 3: 
Sensors, biosensors and radiation detectors. Springer, Switzerland, 2023, pp. 161-175. 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-24000-3_6 

5. KOROTCENKOV, G., VATAVU, S. Medical applications of II-VI semiconductor-based 
radiation detectors. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based 
Sensors and Radiation Detectors. Vol. 3: Sensors, biosensors and radiation detectors. 
Springer, Switzerland, 2023, pp. 137-157. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24000-3_5  

6. KOROTCENKOV, G., IVANOV, M. ZnS-based neutron and alpha radiation detectors. In: 
G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation 
Detectors. Vol. 3: Sensors, biosensors and radiation detectors Photodetectors. Springer, 
Switzerland, 2023, pp. 75-108. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24000-3_3 

7. MOSTAQUE, S.K., KUDDUS, A., RAHMAN, F., KOROTCENKOV, G., HOSAIN, J. 
Solution-processed photodetectors. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI 
Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 2: Photodetectors. Springer, 
Switzerland, 2023, pp. 427-452. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1_18 

8. ABDULLAH, M., AL-NASHY, B.O., KOROTCENKOV, G., AL-KHURSAN, A.H. QDs 
of wide band gap II–VI semiconductors luminescent properties and photodetector 
applications. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and 
Radiation Detectors. Vol. 2: Photodetectors. Springer, Switzerland, 2023, pp. 399-425. 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1_17 

9. KOROTCENKOV, G., SYSOEV, V.V. Nanowire-based photodetectors for visible-UV 
spectral region. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors 
and Radiation Detectors. Vol. 2: Photodetectors. Springer, Switzerland, 2023, pp. 371-398 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1_16 

10. KOROTCENKOV, G., SEMIKINA, T. Photodetectors based on II-VI multicomponent 
alloys. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and 
Radiation Detectors. Vol. 2: Photodetectors. Springer, Switzerland, 2023, pp. 349-367. 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1_15 

11. KOROTCENKOV, G. ZnSe-based photodetectors. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of 
II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 2: Photodetectors. 
Springer, Switzerland, 2023, pp. 301-332. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1_13 

12. KOROTCENKOV, G., PRONIN, I. New trends and approaches in the development of 
photonic IR detector technology. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI 
Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 2: Photodetectors. Springer, 
Switzerland, 2023, pp. 107-133. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1_5 

13. KOROTCENKOV, G. IR detectors array. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI 
Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 2: Photodetectors. Springer, 
Switzerland, 2023, pp. 79-106. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1_4 

14. KOROTCENKOV, G. Introduction in IR detectors, pp. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook 
of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 2: Photodetectors. 
Springer, Switzerland, 2023, pp. 3-22. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1_1 

15. KOROTCENKOV, G. II-VI wide-bandgap semiconductor device technology: post-
deposition treatments. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based 
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Sensors and Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, 
Switzerland, 2023, pp. 551-578. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0_19 

16. KOROTCENKOV, G. II-VI wide-bandgap semiconductor device technology: stability and 
oxidation. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and 
Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp.  
517-550. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0_18 

17. KOROTCENKOV, G., SIMONENKO, N.P., FEDOROV, F.S., SYSOEV, V.V.  
II-VI wide-bandgap semiconductor device technology: Schottky barrier, ohmic contacts, and 
heterostructures. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors 
and Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, 
pp.  491-516. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0_17 

18.  KOROTCENKOV, G. II-VI wide-bandgap semiconductor device technology: deposition, 
doping, and etchig. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based 
Sensors and Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, 
Switzerland, 2023, pp. 465-490. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0_16 

19. AMIN, F., ALI, Z., KOROTCENKOV, G. II-VI quantum dots and their surface 
functionalization. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors 
and Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, 
pp. 385-423. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0_14 

20. OKREPKA, G., TYNKEVYCH, O., DOSKALIUK, N., KOROTCENKOV, G., 
KHALAVKA, Y. CdTe-based nanoparticles synthesized in solutions. In: G. Korotcenkov 
(ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 1: 
Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp. 359-383. 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0_13 

21. KOROTCENKOV, G., PRONIN, I.A. Synthesis of II-VI semiconductor nanocrystals. In: G. 
Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation 
Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp.  277-323. 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0_11 

22. MARKOV, V.F., KOROTCENKOV, G., MASKAEVA, L.N. Thin films of wide band gap 
II-VI semiconductor compounds: features of preparation. In: G. Korotcenkov (ed.) 
Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 1: Materials 
and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp. 233-275. https://doi.org/10.1007/978-3-
031-19531-0_10 

23. KOROTCENKOV, G., VATAVU, S. Features of single-crystal growth of CdTe and Cd1-

xZnxTe compounds designed for radiation detectors. In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of 
II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation Detectors. Vol. 1: Materials and 
Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp. 215-232. https://doi.org/10.1007/978-3-031-
19531-0_9 

24. KOROTCENKOV, G., NIKA, D.L. Hg-based narrow band gap II-VI semiconductors. In: G. 
Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation 
Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp. 67-86. 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0_3 

25. KOROTCENKOV, G. Cd- and Zn-based wide band gap II-VI semiconductors.  
In: G. Korotcenkov (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation 
Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, pp. 21-65. 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0_2 
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9.3. Editor culegere de articole, materiale ale conferințelor naționale/internaționale – 3  

- Book editor – 3 
1. Korotcenkov, G. (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation 

Detectors. Vol. 3: Sensors, Biosensors and Radiation Detectors. Springer, Switzerland, 
2023, 705 p. https://doi.org/10.1007/978-3-031-24000-3 

2. Korotcenkov, G. (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation 
Detectors. Vol. 2: Photodetectors. Springer, Switzerland, 2023, 524 p. 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-20510-1 

3. Korotcenkov, G. (ed.) Handbook of II-VI Semiconductor-based Sensors and Radiation 
Detectors. Vol. 1: Materials and Technologies. Springer, Switzerland, 2023, 599 p. 
https://doi.org/10.1007/978-3-031-19531-0 

- culegere de articole internaționale:  
- materiale ale conferințelor naționale/internaționale 

9.4. Articole în reviste științifice 
9.4.1.  în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS (cu indicarea factorului de 

impact IF) – 26 

1. COCEMASOV, A., BRINZARI, V., NIKA D.L. Rattling-induced suppression of thermal 
transport in cubic In2O3 with Sn-Ga diatomic defect. In: Journal of Physics: Condensed 
Matter. 2023, vol. 35, p. 195701. DOI 10.1088/1361-648X/acbe87 IF=2.7 

2. PRONIN, I.A., SIGAEV, A.P., KOMOLOV, A.S., ZHIZHIN, E.V., KARMANOV, A.A., 
YAKUSHOVA, N.D., KYASHKIN, V.M., NISCHEV, K.N., SYSOEV, V.V., GOEL, S., 
AMREEN, K., RAMYA, K, KOROTCENKOV, G. Effect of plasma treatment on the 
surface and photocatalytic properties of nanostructured SnO2-SiO2 films. In: Materials 
(MDPI) 2023, 16, 5030.  https://doi.org/10.3390/ma16145030 IF= 3.4 

3. KOROTCENKOV G., SIMONENKO, N.P., SIMONENKO, E.P., SYSOEV, V.V., 
BRINZARI, V. Paper-based humidity sensors as promising flexible devices: State of the art. 
Part 2: Humidity sensors performances. In: Nanomaterials 2023, 13(8), 1381. 
https://doi.org/10.3390/nano13081381 IF= 5.3 

4. KOROTCENKOV G., Paper-based humidity sensors as promising flexible devices: State of 
the art. Part 1: General consideration. In: Nanomaterials 2023, 13, 1110 
https://doi.org/10.3390/nano13061110 IF= 5.3 

5. SIMONENKO, E.P., SIMONENKO, N.P., MOKRUSHIN, A.S., SIMONENKO, T.L., 
GOROBTSOV, P.YU., NAGORNOV, I.A., KOROTCENKOV, G., SYSOEV, V.V., 
KUZNETSOV, N.T. Application of titanium carbide MXenes in chemiresistive gas sensors. 
In: Nanomaterials 2023, 13 (5), 850.  https://doi.org/10.3390/nano13050850 IF= 5.3 

6. KOROTCENKOV, G., TOLSTOY, V.P., Current trends in nanomaterials for metal oxide-
based conductometric gas sensors: advantages and limitations. Part 2: Porous 2D 
Nanostructures. In: Nanomaterials 2023, 13, 237. https://doi.org/10.3390/nano13020237 
IF= 5.3 

7. PRONIN I.A., AVERIN I.A., KARMANOV A.A., YAKUSHOVA N.D. KOMOLOV A.S., 
LAZNEVA E.F., SYCHEV M.M., MOSHNIKOV V.A., KOROTCENKOV G., Control 
over the surface properties of zinc oxide powders via combining mechanical, electron beam, 
and thermal processing. In: Nanomaterials (MDPI) 2022, vol. 12, p. 1924. ISSN: 2079-4991 
IF= 5.3. Disponibil: https://doi.org/10.3390/nano12111924 
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8. SIMONENKO N.P., FISENKO N.A., FEDOROV F.S., SIMONENKO T.L., MOKRUSHIN 
A.S., SIMONENKO E.P., KOROTCENKOV G., SYSOEV V.V., SEVASTYANOV V.G., 
KUZNETSOV N.T., Printing technologies as an emerging approach in gas sensors: Survey 
of literature. In: Sensors (MDPI) 2022, vol. 22, 3473. ISSN: 1424-8220 IF=3.9. Disponibil: 
https://doi.org/10.3390/s22093473 

9. MORARI, V., URSAKI, V.V., RUSU, E.V., ZALAMAI, V.V., COLPO, P., 
TIGINYANU, I.M. Spin-coating and aerosol spray pyrolysis processed Zn1-xMgxO films for 
UV detector applications. In: Nanomaterials, 2022, vol. 12, issue 18, p. 3209. ISSN: 2079-
4991. IF=5.3 Disponibil: https://doi.org/10.3390/nano12183209 

10. DRAGOMAN, M., ALDRIGO, M., DINESCU, A., IORDANESCU, S., ROMANITAN, C., 
VULPE, S., DRAGOMAN, D., BRANISTE, T., SUMAN, V., RUSU, E., TIGINYANU, I. 
The microwave properties of tin sulfide thin films prepared by RF magnetron sputtering 
techniques. In: Nanotechnology. 2022, vol. 33, Nr. 23, p. 235705. (pp. 8). ISSN: 0957-4484. 
IF=3.5. Disponibil: https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac59e3 

11. DRAGOMAN, M., DINESCU, A., AVRAM, A., DRAGOMAN, D., VULPE, S., 
ALDRIGO, M., BRANISTE, T., SUMAN, V., RUSU, E., TIGINYANU, I. Ultrathin tin 
sulfide field-effect transistors with subthreshold slope below 60 mV/decade. In: 
Nanotechnology. 2022, vol. 33, Nr. 40, p. 405207. ISSN: 0957-4484. IF=3.5. Disponibil: 
https://doi.org/10.1088/1361-6528/ac7cf8 

12. MONAICO, E.V., MORARI, V., KUTUZAU, M., URSAKI, V.V., NIELSCH, K., 
TIGINYANU, I.M. Ferromagnetic core-shell coaxial nanostructures on Gallium Arsenide 
substrates. In: Romanian Journal of Physics. 2022, vol. 67, Nr. 9-10, Article Nr. 611, pp.1-
11. ONLINE: ISSNe: 1221-146X. IF = 1.5 

13. NIKOLAEVA, A., KONOPKO, L., HUBER, T., POPOV, I., PARA, G., BOTNAR, O. 
Quantum size effect and Shubnikov de Haas oscillations in transverse magnetic field in 
Bi0.92Sb0.08 semiconductor wires. In: Surface Engineering and Applied Electrochemistry. 
2022, vol.58, Nr. 6, pp.639-646. ONLINE: ISSNe: 2345-1718. IF = 0.9. 

14. COCEMASOV, A., BRINZARI, V., JEONG, D-G., KOROTCENKOV, G., VATAVU, S., 
LEE, J-S., NIKA, D. Thermal transport evolution due to nanostructural transformations in 
Ga-doped indium-tin-oxide thin films. In: Nanomaterials (MDPI). 2021, vol. 11(5), p. 1126, 
(1-14). ISSN: 2079-4991 IF=5.3. Disponibil: https://doi.org/10.3390/nano11051126  

15. KOROTCENKOV, G. Electrospun metal oxide nanofibers and their conductometric gas 
sensor application. Part 2: Gas sensors and their advantages and limitations. In: 
Nanomaterials (MDPI). 2021, vol. 11(6), p. 1555, (1-49). eISSN 2079-4991 IF=5.3. 
Disponibil: https://www.mdpi.com/2079-4991/11/6/1555 

16. KOROTCENKOV, G. Electrospun metal oxide nanofibers and their conductometric gas 
sensor application. Part 1: Nanofibers and features of their forming. In: Nanomaterials 
(MDPI). 2021, vol. 11(6), p. 1544, (1-27). eISSN 2079-4991 IF=5.3. Disponibil: 
https://www.mdpi.com/2079-4991/11/6/1544    

17. KOROTCENKOV, G., BRINZARI, V., NEHASIL, V. XPS study of Rh/ In2O3 system. In: 
Surfaces and Interfaces. 2021, vol. 22, p. 100794, (1-5). ISSN: 2468-0230 IF=6.2. 
Disponibil: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2020.100794   

18. KOROTCENKOV, G., NEHASIL, V. Ozone sensing by In2O3 films modified with Rh: 
Dimension effect. In: Sensors (MDPI). 2021, vol. 21, p. 1886, (1-12). eISSN 1424-8220 
IF=3.9. Disponibil: https://www.mdpi.com/1424-8220/21/5/1886   

19. ISACOVA, C., COCEMASOV, A., NIKA, D.L., FOMIN, V.M. Phonons and thermal 
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transport in Si/SiO2 multishell nanotubes: Atomistic study.  
In: Applied Sciences. 2021, vol. 11, p. 3419, (1-12). ISSN: 2076-3417. Disponibil: 
https://doi.org/10.3390/app11083419 IF=2.7 

20. MORARI, V., PYRTSAC, C., CURMEI, N., GRABCO, D., RUSU, E., URSAKI, V., 
TIGINYANU, I.M. Nanoindentation of ZnSnO/Si thin films prepared by aerosol spray 
pyrolysis. In: Romanian Journal of Physics, 2021, vol. 66, nr. 3-4, p. 603-1-603-18. ISSN: 
1221-146X. Disponibil: https://rjp.nipne.ro/2021_66_3-4.html IF=1.5 

21. MORARI, V., RUSU, E.V., POSTOLACHE, V., URSAKI, V.V., TIGINYANU, I.M., 
ROGACHEV, A.V., SEMCHENKO, A.V. Injection photodiode based on an Al-p-Si/n-
Zn0.85Mg0.15O/n-Zn0.65Mg0.35O-Ag structure. In: Romanian Journal of Physics, 2021, vol. 
66, nr. 7-8, p. 609-1-609-11. ISSN: 1221-146X. Disponibil: https://rjp.nipne.ro/2021_66_7-
8.html IF=1.5 

22. COCEMASOV, A., BRINZARI, V., NIKA, D. Energetic, structural and electronic features 
of Sn-, Ga-, O-based defect complexes in cubic In2O3. In: Journal of Physics: Condensed 
Matter. 2020, vol. 32, p. 225703. DOI: 10.1088/1361-648X/ab720d. ISSN 1361-648X IF = 
2.74. 

23. KONOPKO, L., NIKOLAEVA, A., HUBER, T.E., SLOBODENIUC, C. Quantum 
oscillations in nanowires of topological insulator Bi0.83Sb0.17. In: Applied Surface Science. 
2020, vol. 526, 146750. ISSN 0169-4332 IF = 6.7. 

24. KOROTCENKOV, G. Current trends in nanomaterials for metal oxide-based 
conductometric gas sensors: advantages and limitations. Part 1: 1D and 2D Nanostructures. 
In: Nanomaterials. 2020, vol. 10, 1392 (62 p.). DOI:10.3390/nano10071392. ISSN: 1687-
4110. IF = 5.3. 

25. LASHKOV, A.V., FEDOROV, F.S., VASILKOV, M.Yu., KOCHETKOV, A.V., 
BELYAEV, I.V., PLUGIN, I.A., VAREZHNIKOV, A.S., FILLIPENKO, A.N., 
NASIBULIN, A.G., KOROTCENKOV, G., and SYSOEV, V.V. The Ti wire functionalized 
with inherent TiO2 nanotubes by anodization as one-electrode gas sensor: a proof-of-concept 
study. In: Sensors and Actuators B Chemical. 2020, vol. 306, 127615. 
DOI:10.1016/j.snb.2019.127615. ISSN: 0925-4005 IF = 8.4. 

26. НИКОЛАЕВА, А.А., КОНОПКО, Л.А., ХУБЕР, Т.Е., ПОПОВ, И.А., ПАРА, Г.И., 
БОТНАРЬ, О.В. Особенности продольного магнитосопротивления и осцилляции 
Шубникова де Гааза в полупроводниковых нитях Bi1-xSbx. In: Электронная обработка 
материалов. 2020, vol. 56, nr. 6, pp. 15-24. ISSN 0013-5739 IF = 0.9. 

9.4.2.  în alte reviste din străinătate recunoscute – 1 

1. PRONIN, I.A., YAKUSHOVA, N.D., SYCHEV, M.M., KOMOLOV, A.S., MJAKIN, S.V., 
KARMANOV, A.A., AVERIN, I.A., MOSHNIKOV, V.A., and KOROTCENKOV, G. 
Acid-base properties of the surface of zinc oxide powders subjected to milling in the attritor. 
In: Journal of Physics: Conference Series. 2020, vol. 1658, 012042. DOI:10.1088/1742-
6596/1658/1/012042. ISSN: 1742-6596. 

9.4.3.  în reviste din Registrul National al revistelor de profil, cu indicarea categoriei – 12 

- categoria B: 
1. БОРИС, Ю., БРЫНЗАРЬ, В., ТАРАКАНОВА, Л., ИВАНОВ, М., КОРОТЧЕНКОВ, Г. 

Исследование пленок SnO2, легированных переходными металлами, методом 
рентгеновской дифракции. In: Studia Universitatis Moldavie, Seria „Științe exacte și 
economice”. Chișinău. 2021,  
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nr. 2(142), p. 78-83. ISSN 1857-2073. Disponibil: 
https://ojs.studiamsu.md/index.php/stiinte_exacte_si_economice/article/view/2721 

2. КОЧЕМАСОВ, А., БОРИС, Ю., ЗИНЧЕНКО, Н., НИКА, Д. Фононные свойства 
кремниевых нанослоев. In: Studia Universitatis Moldavie, Seria „Științe exacte și 
economice”. Chișinău. 2021, nr. 2(142), p. 84-91. ISSN 1857-2073. Disponibil: 
https://ojs.studiamsu.md/index.php/stiinte_exacte_si_economice/article/view/2712 

3. ISAC-GUŢUL, T., TUTOVAN, E. Studiul cineticii oxidării unor sulfonamide cu ionii 
permanganat în mediu bazic. In: Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Științe Reale și ale 
Naturii”. Chișinău. 2021, nr. 1(141), p. 172-180. ISSN 1814-3237. Disponibil: 
https://zenodo.org/record/4980967#.YYD_ENaxXIU  
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Disponibil: https://mjps.nanotech.md/archive/2022/article/202208   
https://doi.org/10.53081/mjps.2022.21-1.5 

8. RUSU, E., MORARI, V., GUȚU, T., URSAKI, V., VLAZAN, P. Hydrothermal preparation 
of oxide (Ga2O3, ZnO, TiO2) and derivative nanoparticles. In: Moldavian Journal of the 
Physical Sciences (MJPS). 2022, vol. 21. 
Disponibil: https://mjps.nanotech.md/archive/2022/article/202209 
https://doi.org/10.53081/mjps.2022.21-1.06 

9. LUNGU, I., GHIMPU, L., GAGARA, L., POTLOG, T. Synthesis and electrophysical 
properties of CdS/ZnTe heterojunctions. In: Moldavian Journal of the Physical Sciences 
(MJPS). 2022, vol. 21. pp. 42-51 
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coating. In: Conferința Internațională - Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: 
viziuni ale tinerilor cercetători, ediția a IX-a, USDC, 10 iunie 2020. Chișinău, vol. I, p. 74-
81, (2020), ISBN 978-9975-3389-5-0. 
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dedicată aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova, 10-11 noiembrie, 2021. 
Chișinău, USM, 2021, pp. 207-209. ISBN 948-9975-152-48.8. Disponibil: 
https://cercetare.usm.md/?page_id=1633&lang=en 

9. КОРОТЧЕНКОВ, Г., ИВАНОВ, М. Поверхностные и газочувствительные 
характеристики In2O3 и SnO2 пленок, модифицированных родием. In: Științe ale Naturii 
și Exacte: materialele șt. a conferinței ştiinţifice naţionale cu participare internaţională 
,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”,  dedicată aniversării a 75-a a Universității de Stat 
din Moldova, 10-11 noiembrie, 2021. Chișinău, USM, 2021, pp. 210-213. ISBN 948-9975-
152-48.8 Disponibil: https://cercetare.usm.md/?page_id=1633&lang=en  

10. COCEMASOV, A., BRINZARI, V., NIKA, D. Phonon transport in gallium-doped indium 
tin oxide. In: Științe ale Naturii și Exacte: materialele șt. a conferinței ştiinţifice naţionale 
cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, dedicată aniversării a 
75-a a Universității de Stat din Moldova, 10-11 noiembrie, 2021. Chișinău, USM, 2021, pp. 
186-189. ISBN 948-9975-152-48.8. Disponibil: 
https://cercetare.usm.md/?page_id=1633&lang=en 

11. ИСАКОВА, К., КОЧЕМАСОВ, А., НИКА, Д. Фононная инженерия в нанонитях и 
нанотрубках на основе кремния. In: Științe ale Naturii și Exacte: materialele șt. a 
conferinței ştiinţifice naţionale cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi 
Inovare”, dedicată aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova, 10-11 noiembrie, 
2021. Chișinău, USM, 2021, pp. 194-196. ISBN 948-9975-152-48.8. Disponibil: 
https://cercetare.usm.md/?page_id=1633&lang=en 

12. ТУТОВАН, Е., ИСАК-ГУЦУЛ, T. Адсорбция метиленового синего на трепеле. In: 
Științe ale Naturii și Exacte: materialele șt. a conferinței ştiinţifice naţionale cu participare 
internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, dedicată aniversării a 75-a a 
Universității de Stat din Moldova, 10-11 noiembrie, 2021. Chișinău, USM, 2021, pp. 179-
182. ISBN 948-9975-152-48.8. Disponibil: 
https://cercetare.usm.md/?page_id=1633&lang=en 
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13. SUMAN, V., RUSU, E., ZALAMAI, V., URSACHI, V., GHIMPU, L. Proprietățile optice 
ale filmelor ITO:Ga2O3, obținute prin pulverizare magnetron. In: Științe ale Naturii și 
Exacte: materialele șt. a conferinței ştiinţifice naţionale cu participare internaţională 
,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”, dedicată aniversării a 75-a a Universității de Stat 
din Moldova, 10-11 noiembrie, 2021. Chișinău, USM, 2021, pp. 199-201. ISBN 948-9975-
152-48.8. Disponibil: https://cercetare.usm.md/?page_id=1633&lang=en 

14. НИКОЛАЕВА, A., КОНОПКО, Л., ХУБЕР, T., ГЕРГИШАН, И., ПАРА, Г., НИКА, Д. 
Миниатюрное охлаждающее устройство на базе монокристаллических слоев 
топологических изоляторов Bi2Te3. In: Științe ale Naturii și Exacte: materialele șt. a 
conferinței ştiinţifice naţionale cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi 
Inovare”,  dedicată aniversării a 75-a a Universității de Stat din Moldova, 10-11 noiembrie, 
2021. Chișinău, USM, 2021, pp. 202-203. ISBN 948-9975-152-48.8. Disponibil: 
https://cercetare.usm.md/?page_id=1633&lang=en 

15. КОНОПКО. Л., НИКОЛАЕВА, А., ХУБЕР, Т., КОБЫЛЯНСКАЯ, А., НИКА, Д. 
Анизотропный термоэлемент на основе монокристаллических проволок и пленок 
висмута. In: Științe ale Naturii și Exacte: materialele șt. a conferinței ştiinţifice naţionale 
cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”,  dedicată aniversării a 
75-a a Universității de Stat din Moldova, 10-11 noiembrie, 2021. Chișinău, USM, 2021, pp. 
197-198. ISBN 948-9975-152-48.8. Disponibil: 
https://cercetare.usm.md/?page_id=1633&lang=en 

16. GUŢANU, V., TUTOVAN, E., ISAC-GUȚU, T. Cinetica sorbției albastrului de metilen pe 
cărbune active. In: Științe ale Naturii și Exacte: materialele șt. a conferinței ştiinţifice 
naţionale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare. 10-
11 noiembrie, 2020. Chișinău, USM, 2020. p. 239-241. ISBN 948-9975-152-48.8 

17. КЛЮКАНОВ, А., НИКА, Д. Квазичастицы в физике конденсированного состояния. 
In: Științe ale Naturii și Exacte: materialele șt. a conferinței ştiinţifice naţionale cu 
participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare. 10-11 noiembrie 2020. 
Chișinău, USM, 2020. p. 267-271. ISBN 948-9975-152-48.8 

9.7.4. în lucrările conferinţelor ştiinţifice naţionale – 3  

1. MORARI, V., KUTUZAU, M. The influence of gallium (Ga) content on morphological, 
structural and optical properties of indium tin oxide thin films. In: Technical-Scientific 
Conference of Undergraduate, Master and Phd Students. UTM, Chisinau, 29-31 March. 
2022, vol. I, pp. 230-234. ISBN 978-9975-45-829-0. Disponibil: https://utm.md/wp-
content/uploads/2022/07/Works-Students-Conference-TUM-2022-vol-I.pdf 

2. ПЕНКАЛА, В., ШИВЕРСКИЙ, Д. Микронити и монокристаллические слои на базе 
теллуридов висмута для термоэлектрического охлаждения. In: Technical-Scientific 
Conference of Undergraduate, Master and Phd Students. UTM, Chisinau, 29-31 March. 
2022, vol. I, pp. 194-197. ISBN 978-9975-45-829-0. Disponibil: https://utm.md/wp-
content/uploads/2022/07/Works-Students-Conference-TUM-2022-vol-I.pdf. 

3. MORARI, V. Afinitatea electronilor și optimizarea benzii interzise a filmelor de  
Zn1-xMgxO. In: Technical-Scientific Conference of Undergraduate, Master and Phd 
Students. UTM, Chisinau, 23-25 March, vol. I, pp. 319-322, (2021). ISBN 978-9975-45-
700-2. Disponibil: https://utm.md/wp-content/uploads/2021/06/Culegere-Vol-I-Conf-
tinerilor-UTM-2021.pdf 
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9.8. Alte lucrări ştiinţifice (recomandate spre editare de o instituţie acreditată în domeniu) 
9.8.1. cărţi (cu caracter informativ) 
9.8.2. enciclopedii, dicţionare 
9.8.3. atlase, hărţi, albume, cataloage, tabele etc. (ca produse ale cercetării ştiinţifice) 

9.9. Brevete de invenţii şi alte obiecte de proprietate intelectuală, materiale la saloanele de 
invenţii – 8 

9.9.1.  Brevete de invenţii – 8 

1. KONOPKO, Leonid, NIKOLAEVA Albina, PARA Gheorghe. Procedeu de recrestalizare a 
microfirului pe baza de bismut in izolatie de sticla. Brevet de scurtă durata MD 1680 Y 
2023.03.31. 

2. KONOPKO, Leonid, NIKOLAEVA, Albina, BODIUL, Pavel, PARA, Gheorghe, 
SLOBODENIUC Constantin. Metoda de obținere a materialelor termoelectrice. Brevet MD 
1594 Z 2022.08.31. Nr.depozit: s2019 0119, Data depozit: 2019.11.29. Data publicării 
hotărării de acordare a brevetului: 2022.01.31, BOPI nr. 1/2022. 

3. KONOPKO, Leonid, NIKOLAEVA, Albina, BODIUL, Pavel, PARA, Gheorghe. Material 
termoelectric pe baza de bismut. Brevet MD 1601 Z 2022.09.30. Data publicării hotărării de 
acordare a brevetului: 2022.02.28, BOPI nr. 2/2022. 

4. KONOPKO, Leonid, NIKOLAEVA, Albina, BODIUL, Pavel, PARA, Gheorghe, 
BOTNARI, Oxana. Material termoelectric pe baza de bismut. Brevet MD 1537 Z 
2021.12.31. Data publicării hotărării de acordare a brevetului: 2021.05.31, BOPI nr. 5/2021. 

5. KONOPKO, Leonid, NIKOLAEVA, Albina, BODIUL, Pavel, PARA, Gheorghe. Material 
termoelectric anizotrop pe baza de bismut. Brevet MD 1585 Z 2022.07.31. Data publicării 
hotărării de acordare a brevetului: 2021.12.31, BOPI nr. 12/2021. 

6. KONOPKO Leonid, NIKOLAEVA Albina, BODIUL Pavel, PARA Gheorghe, 
SLOBODENIUC Constantin. Metoda de obținere a materialelor termoelectrice. . Brevet 
MD 1585 Z 2022.07.31.  

7. NIKOLAEVA, A., KONOPKO, L., BODIUL, P., GHERGHISAN, I., 
COROMISLICENCO, T., PARA, Gh. Metoda de obtinere a peliculelor monocristaline 
subtiri. Brevet MD 1366 Z 2020.03.31. 

8. KONOPKO, Leonid, NIKOLAEVA Albina, PARA Gheorghe, Kobylianskaya, Ana. 
Process for recrystallization of bismuth microwire in glass insulation Brevet MD 1409Z. 
Data publicării hotărării de acordare a brevetului: 2020.09.30, In BOPI:  

9.10. Lucrări științifico-metodice și didactice  
9.10.1. manuale pentru învăţământul preuniversitar (aprobate de ministerul de resort) 
9.10.2. manuale pentru învăţământul universitar (aprobate de consiliul ştiinţific /senatul 

instituţiei) 
9.10.3. alte lucrări științifico-metodice și didactice 

10. Diseminarea rezultatelor obținute în proiect în formă de prezentări la foruri științifice 
 Manifestări științifice internaționale (în străinătate) 
 Manifestări științifice internaționale (în Republica Moldova) 
 Manifestări științifice naționale 
 Manifestări științifice cu participare internațională 

КЛЮКАНОВ, A., ВАРЗАРЬ, A., НИКА, Д., ВАТАВУ, C. In: Rezumate ale 
comunicărilor ale conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională “Integrare prin 
cercetare şi inovare”, Atelierul FIZICĂ ȘI INGINERIE, 9-10 noiembrie 2023. Chișinău: 
Universitatea de Stat din Moldova, 2023. Примесная фотолюминесценция в теллуриде 
кадмия и фононплазмонные повторения, poster 
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11. Aprecierea și recunoașterea rezultatelor obținute în proiect (premii, medalii, titluri, 
alte aprecieri). 

 KOROTCENKOV GHENADII și NICA DENIS au fost încluși în clasamentul 
monidial „Top 2%” al celor mai renumiți savanți (conform Stanford University, 
USA); 

 NICA DENIS - „Premiul Național Negruzzi - 200”, ediția 2023, Iași, România; 

 KOROTCENKOV, GHENADII, dr. hab.; Premiul National - 2022, Chisinau, 
Moldova; 

 KONOPKO, L.; NIKOLAEVA, A.; PARA, G. Procedeu de recristalizare a 
microfirului pe bază de bismut în izolaţie de sticlă. Medalie de Aur, Expozitia 
Internationala Specializata „INFOINVENT 2023” 22-24 noiembrie 2023, Chisinau, 
Moldova. https://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2023.pdf 

 MONAICO, E., URSAKI, V., MORARI, V., TIGHINEANU, I. Procedeu de obținere 
a nanostructurilor magnetice. Medalie de Aur, PRO INVENT – ediția XXI, Cluj-
Napoca, ROMANIA, 25-27 Octombrie, (2023). 

 MONAICO, E., URSAKI, V., MORARI, V., TIGHINEANU, I. Process for 
fabrication of magnetic nanostructures. Medalie de Aur, Innovation and Creative 
Education Fair for Youth (ICE-USV) - VIIth Edition, Suceava, 
ROMANIA, July, 07 - 09, (2023). http://cris.utm.md/bitstream/5014/1748/1/ICE-
USV_2023_Gold_Monaico%20E..pdf  

 MONAICO, E., URSAKI, V., MORARI, V., TIGHINEANU, I. Process for 
fabrication of magnetic nanostructures. Medalie de Aur, The 15th European Exhibition 
of Creativity and Innovation „EUROINVENT”, Iasi, Romania, May 13, 2023. 
http://cris.utm.md/bitstream/5014/1692/1/Euroinvent_2023_Gold_Monaico%20E..pdf  

 KOROTCENKOV, G. Handbook of II-VI semiconductor-based sensors and radiation 
detectors. Vol. 2: Photodetectors. Medalie de Argint, The 15th European Exhibition of 
Creativity and Innovation „EUROINVENT”, Iasi, Romania, May 13, 2023. 

 MORARI, V., drd; Medalie de Aur, EUROINVENT 2022, 14 Edition European 
Exibition of Creativity and Innovation, May 26-28, 2022, Iasi, Romania.  

 COJOCARU, V., dr; Medalie de Argint, EUROINVENT 2022, 14 Edition European 
Exibition of Creativity and Innovation, May 26-28, 2022, Iasi, Romania. 

 NIKOLAEVA, A., dr. hab; Medalie de Argint, EUROINVENT 2022, 14 Edition 
European Exibition of Creativity and Innovation, May 26-28, 2022, Iasi, Romania. 

 NIKOLAEVA, A., dr. hab.; Medalie de Aur, EUROINVENT 2022, 14 Edition 
European Exibition of Creativity and Innovation, May 26-28, 2022, Iasi, Romania. 
https://www.euroinvent.org 

 KONOPKO, L. Diploma Specială INVENTCOR. EUROINVENT 2022, 14 Edition 
European Exibition of Creativity and Innovation, May 26-28, 2022, Iasi, Romania.  

 MORARI, V., drd; Medalie de Aur, INVENTICA 2022, XXVI-th International 
Exibition of Inventics, June 22-24, 2022, Iasi, Romania. https://ini.tuiasi.ro/exhibition 

 KONOPKO, L., dr. Medalie de Aur, INVENTICA 2022, XXVI-th International 
Exibition of Inventics, June 22-24, 2022, Iasi, Romania. https://ini.tuiasi.ro/exhibition 

 MORARI, V., drd.; Medalie de Aur,  Salonul Internațional al Cercetării Științifice, 
Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XX-a, 26-28 octombrie 2022, Cluj-
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Napoca, Romania. 

 NIKOLAEVA, A., dr. hab.; Medalia de Aur, Salonul Internațional al Cercetării 
Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XX-a, 26-28 octombrie 2022, 
Cluj-Napoca, Romania. 

 KONOPKO, L., dr.; Medalia „PRO INVENT”. Salonul Internațional al Cercetării 
Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XX-a, 26-28 octombrie 2022, 
Cluj-Napoca, Romania. 

 KOROTCENKOV, GHENADII, dr. hab.; Medalie de Aur; Salonul de carte organizat 
sub egida EUROINVENT 2021, 20-22 Mai 2021, Iași, România; 

 NIKOLAEVA, ALBINA, dr. hab.; Medalie de Aur; EUROINVENT 2021; 13 Edition 
European Exibition of Creativity and Innovation, 20-22 Mai 2021, Iași, România; 

 KONOPKO, LEONID, dr.; Medalie de Argint; EUROINVENT 2021; 13 Edition 
European Exibition of Creativity and Innovation, 20-22 Mai 2021, Iași, România;  

 MORARI, VADIM; Medalie de Argint; EUROINVENT 2021; 13 Edition European 
Exibition of Creativity and Innovation, 20-22 Mai 2021, Iași, România; 

 NIKOLAEVA, ALBINA, dr. hab.; Medalie de Aur; INVENTICA 2021, XXV-th 
International Exibition of Inventics, 23-25 Iunie, 2021, Iasi, Romania; 

 MORARI, VADIM; Medalie de Argint; INVENTICA 2021, XXV-th International 
Exibition of Inventics, 23-25 Iunie, 2021, Iasi, Romania. 

 COJOCARU, VICTOR, dr.; Medalie de Aur; INFOINVENT 2021, Expoziţia 
Internaţională Specializată, Ediţia a XVII-a, 17-20 noiembrie, 2021, Chisinău, 
Moldova; 

 KONOPKO, LEONID, dr.; Medalie de Argint; INFOINVENT 2021, Expoziţia 
Internaţională Specializată, Ediţia a XVII-a, 17-20 noiembrie, 2021, Chisinău, 
Moldova; 

 NIKOLAEVA, ALBINA, dr. hab.; Medalie de Bronz; INFOINVENT 2021, Expoziţia 
Internaţională Specializată, Ediţia a XVII-a, 17-20 noiembrie, 2021, Chisinău, 
Moldova; 

 MORARI, VADIM; Medalie de Bronz; INFOINVENT 2021, Expoziţia Internaţională 
Specializată, Ediţia a XVII-a, 17-20 noiembrie, 2021, Chisinău, Moldova; 

 COJOCARU, VICTOR, dr; Mențiunea „Produs inovativ de succes”; INFOINVENT 
2021, Expoziţia Internaţională Specializată, Ediţia a XVII-a, 17-20 noiembrie, 2021, 
Chisinău, Moldova.  

 KONOPKO, L. „The method of oriented growth of single crystals in anisotropic glass-
insulated microwires (for example, Bi and Bi-Sn alloys) in a strong electric field”. 
Medalie de Argint, „EUROINVENT”, The 12th European Exhibition of Creativity 
and Innovation, 21-23 May 2020, Iasi, Romania. 

 RUSU, E. “Procedures for obtaining of semiconductors based on GaN:Mg”. Medalie 
de Argint, „EUROINVENT”, The 12th European Exhibition of Creativity and 
Innovation, 21-23 May 2020, Iasi, Romania. 

 COJOCARU, V. “Fuzzy controlled system for hypothermic brain therapy”. Medalie 
de Bronz, „EUROINVENT”, The 12th European Exhibition of Creativity and 
Innovation, 21-23 May 2020, Iasi, Romania. 

 KONOPKO, L. Method of oriented growth of single crystals in glass-coated 
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microwire of anisotropic material (Bi and Bi-Sb alloys) in a strong electric field. 
Diploma de Excelență și Medalie Inventica, „INVENTICA”, The 24th international 
exhibition of inventions, 29-31 July 2020, Iasi, Romania. 

12. Promovarea rezultatelor cercetărilor obținute în proiect în mass-media: 
 Emisiuni radio/TV de popularizare a științei  

 Nica Denis / Primele Știri, Prime / Știința în Republica Moldova; 

 Nica Denis / Respect Moldova, Prime / Portrer de savant-model; 

 Nica Denis / Te salută Vocea Basarabiei cu Mihaela & Andrei / Știința în Republica 
Moldova și clasamentul monidial „Top 2%” al celor mai renumiți savanți; 

 Nica Denis / Emisiunea Acasă / Știința în Republica Moldova și clasamentul monidial 
„Top 2%” al celor mai renumiți savanți; 

 Nica Denis / Tele Matinal, TVR Moldova / Știința în Republica Moldova și 
clasamentul monidial „Top 2%” al celor mai renumiți savanți. 

13. Teze de doctorat / postdoctorat susținute și confirmate pe parcursul anilor 2020-2023 
de membrii echipei proiectului 

Nu sunt 

14. Materializarea rezultatelor obținute în proiect (cu specificarea aplicării în practică) 
Au fost obținute mostre experimentale ale peliculelor subțiri de SnS, SnS2, SnSe, SnSe2 și 
In-Ga-Sn-O. Au fost elaborate modele experimentale ale fotoreceptorului de radiație UV în 
baza filmelor oxidice de ZnxMg1-xO, ale dispozitivului de flux termic în baza microfirelor 
și peliculelor de Bi și ale tranzistorilor cu efect de câmp în baza filmelor de SnS. Au fost 
scrise programe computaționale originale pentru modelarea proprietăților electronice, 
fononice și termoconductibile ale materialelor nanostructurate, care vor fi utilizate și în 
procesul de instruire a fizicienilor la facultatea de Fizică și Inginerie a Universității de Stat 
din Moldova. 

15. Informație suplimentară referitor la activitățile membrilor echipei 
 Membru/președinte al comitetului organizatoric/științific, al comisiilor, consiliilor 

științifice de susținere a tezelor 

 Nica, Denis / 2021 International Conference on Applied Physics and Energy 
Development (APED 2021), Xi’an, China / 7-8 Noiembrie / membru al Comitetului 
de Program; 

 Nica, Denis / 22nd International Scientific-Practical Conference „Modern 
Information And Electronic Technologies” (MIET-2021), Odesa, Ukraine / 24-28 
Mai / membru al Comitetului de Program; 

 Nica, Denis / 23rd International Scientific-Practical Conference „Modern 
Information And Electronic Technologies” (MIET-2022), Odesa, Ukraine / 29-31 
Mai / membru al Comitetului de Program; 

 Nica, Denis / 24th International Scientific-Practical Conference „Modern 
Information And Electronic Technologies” (MIET-2021), Odesa, Ukraine / 29-31 
Mai / membru al Comitetului de Program; 

 Nica, Denis / 4th International Conference on Materials Physics and Materials 
Science, Dubai, UAE / 28-29 Decembrie / membru al Comitetului de Program; 

 Nica, Denis / 2nd International Natural Science, Engineering and Material 
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Technologies Conference, NEM 2022, Turkey / September 15 – 17, 2022 / membru 
al Comitetului de Program; 

 Nica, Denis / 3rd International Natural Science, Engineering and Material 
Technologies Conference, NEM 2023, Turkey / September 15 – 17, 2022 / membru 
al Comitetului Științific; 

 Rusu, Emil / Consiliul Științific Specializat D 134.01-21-33 din cadrul Institutului 
de Fizică Aplicată din 21 septembrie 2021 în cadrul căruia a fost susținută teza de 
doctor în științe fizice”Proprietățile optice și fotoelectrice ale nanocompozitelor din 
sulfură de galiu/seleniură de galiu-oxid propriu” (autor – V. Sprîncean) / 21 
septembrie 2021 / membru al Consiliului Științific Specializat. 

 Korotcenkov, Ghenadii / International Conference on Control Sensors and Sensor 
Technology, Tokyo, Japan / January 07-08, 2021 / Membru al Comitetului de 
Program / https://waste.org/control-sensors-and-sensor-technology-conference-in-
january-2021-in-tokyo 

 Korotcenkov, Ghenadii / International Conference on Control Sensors and Sensor 
Technology (ICCSST 2021), Dubai, United Arab Emirates / March 22 - 23, 2021 / 
Membru al Comitetului Științific / https://waset.org/control-sensors-and-sensor-
technology-conference-in-march-2021-in-dubai  

 Korotcenkov, Ghenadii / 6th International Conference on Computer and Digital 
Manufacturing (ICCDM 2021), Singapore / April 23 - 26, 2021 / Membru al 
Comitetului de Conducere / http://www.icdm.net/contact.html  

 Korotcenkov, Ghenadii / 12th International Conference on Material and 
Manufacturing Technology (ICMMT 2021), Singapore / April 23 - 26, 2021 / 
Membru al Comitetului de Conducere / http://icmmt.org/index.html 

 Korotcenkov, Ghenadii / 9th International Conference on Metallurgy Technology 
and Materials (ICMTM 2021), Zhengzhou, China / 15 - 16, May, 2021 / Membru al 
Comitetului de Program / http://icmtm.org/member.html 

 Korotcenkov, Ghenadii / 4th Annual International Conference on Energy 
Development and Environmental Protection (EDEP 2021), Guiyang,Guizhou, 
China / Jul 23 - 25, 2021 / Membru al Comitetului Editorial. 
http://www.edep2021.org/?op=committee 

 Korotcenkov, Ghenadii / International Conference on Ocean, Atmosphere and 
Environmental Science OAES 2021, Guiyang, Guizhou, China / July 23 - 25, 2021 
/ Membru al Comitetului de Program http://www.oaes2021.org/?op=committee 

 Korotcenkov, Ghenadii / International Conference on Materials Science and 
Nanomaterials, Valencia, Spain / October 11 - 13, 2021 / Membru al Comitetului 
Științific. (https://www.albedomeetings.com/materialsmeet/committee.php) 

 Korotcenkov, Ghenadii / International Conference on Material Science Word 
Forum (MSWF 2021), Edinburgh, Scotland / November 04-06, 2021 / Membru al 
Comitetului Științific. https://www.continuumforums.com/materials-
science/committee.php 

 Korotcenkov, Ghenadii / Global Conference on Electronics and Electrical 
Engineering, December 05-07, 2022, Seville, Spain. / Membru al comitetul 
științific. https://www.pagesconferences.com/2022/electrical-electronics/committee 

 Korotcenkov, Ghenadii / Global Experts Meet on Materials Science and 
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Engineering (GEMMATERIALS-2022), November 7-9, 2022, Dubai, UAE / 
Membru al comitetul de organizare. https://www.thescimeetings.com/ 
committee.php?title=gemmaterials-2022 

 Korotcenkov, Ghenadii / World Conference on Materials Science and 
Nanotechnology (WCMSN-2022), November 7-8, 2022, Bangkok, Thailand / 
Membru al comitetul de organizare. https://eurasiaconferences.com/events/ 
bangkok/2022/world-conference-on-materials-science-and-
nanotechnology/committee 

 Korotcenkov, Ghenadii / Global Conference on Renewable and Non Renewable 
Energy, November 07-09, 2022, Valencia, Spain / Membru al comitetul științific. 
http://www.pagesconferences.com/2022/renewable-nonrenewable-energy 

 Korotcenkov, Ghenadii / 2nd International Meet and Expo on Semiconductors, 
Optoelectronics and Nanostructures (SEMICONMEET 2022), 
September 12-14, 2022, Barcelona, Spain / Membru al comitetul științific. 
https://www.albedomeetings.com/2022/semiconmeet/committee 

 Korotcenkov, Ghenadii / Global webinar on Materials Science and Engineering 
(GWMSE-2022), August 29-31, 2022, online, 29-31 August 2022 / Membru al 
comitetul științific. https://www.fratunmeetings.org/conference/Material-Science-
and-Engineering 

 Korotcenkov, Ghenadii / International Conference on Engineering Applications of 
Control Sensors (ICEACS 2022), July 19-20, 2022, Helsinki, Finland / Membru al 
comitetul științific. https://waset.org/engineering-applications-of-control-sensors-
conference-in-july-2022-in-helsinki 

 Korotcenkov, Ghenadii / Global Summit and Expo on Materials Science and 
Engineering (GSEMSE 2022), May 26-28, 2022, Munich, Germany / Membru al 
comitetul de organizare. https://www.thescientistt.com/materials-science-
engineering/2022/ 

 Korotcenkov, Ghenadii / 13th International Conference on Materials and 
Manufacturing Technologies (ICMMT-2022). April 22-24, 2022, Ho Chi Minh 
City, Vietnam / Membru al comitetul de conducere. http://www.icmmt.org 

 Korotcenkov, Ghenadii / 2nd International Conference on Digital Manufacturing 
(ICDM-2022), April 22-24, 2022, Ho Chi Minh City, Vietnam / Membru al 
comitetul de conducere. http://icdm.net/ 

 Korotcenkov, Ghenadii / International Conference on Control Sensors and Sensor 
Technology, ICCSST 2022, January 07-08 2022, Tokyo, Japan / Membru al 
comitetul științific. https://waset.org/control-sensors-and-sensor-technology-
conference-in-january-2022-in-tokyo 

 Korotcenkov, Ghenadii / 4th International Conference on Advanced Functional 
Materials (Functional Materials 2023), November 16 - 17, 2023, Rome Italy / 
Membru al comitetul de organizare. https://crgconferences.com/ 
functionalmaterials/2023/committeemembers 

 Korotcenkov, Ghenadii / 6th International Conference on Nanotechnologies and 
Biomedical Engineering (ICNBME-2023), 20-23 September 2023, Chisinau,
 Moldova / Membru al comitetul de program internațional. https://icnbme.sibm.md/ 
committies.html 
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 Korotcenkov, Ghenadii / 8th International Conference on Materials Science & 
Engineering (MSE) September 21-22, 2023, Paris, France / Membru al comitetul 
de organizare. https://www.industryevents.com/events/8th-international-
conference-on-materials-science-engineering 

 Korotcenkov, Ghenadii / 2nd World Conference on Advanced Materials, 
Nanoscience, and Nanotechnology, May 22-23, 2023, Berlin, Germany /
Membru al comitetul de organizare. https://eurasiaconferences.com/events/berlin/ 
2023/advanced-materials-nanoscience-and-nanotechnology/committee 

 Korotcenkov, Ghenadii / International Expo on Materials Science and 
Engineering, March 21-22, 2023, Dubai, UAE / Membru al comitetul științific. 
https://elicaconferences.com/Materialscience2023/ 

 Korotcenkov, Ghenadii / International Meeting on Advanced Energy Materials and 
Applications (IMAEMA), February 2023, Porto, Portuga / Membru al comitetul 
științific https://www.albedomeetings.com/2023/aemameet/committee 

 Redactor / membru al colegiilor de redacție al revistelor naționale / internaționale 
Redactor / membru al colegiilor de redacție al revistelor internaționale 
 Nica Denis / Physics of the Solid States / Redactor-șef; 

 Nica Denis / Applied Sciences / Membru al Colegiului de Redacție; 

 Nica Denis / Frontiers in Thermal Engineering / Redactor; 

 Brînzari, Vladimir / Journal Applied Surface Science Advances / membru al 
Colegiului de Redacție; 

 Korotcenkov, Ghenadii / Sensors / membru al Colegiului de Redacție; 

 Korotcenkov, Ghenadii / Universal Journal of Lasers, Optics, Photonics and 
Sensors (UJLOPS) / membru al Colegiului de Redacție; 

 Korotcenkov, Ghenadii / Nanomaterials / membru al Colegiului de Redacție; 

 Korotcenkov, Ghenadii / Current Chinese Chemistry / membru al Colegiului de 
Redacție; 

 Korotcenkov, Ghenadii / Surface Engineering and Applied Electrochemistry / 
membru al Colegiului de Redacție; 

Redactor / membru al colegiilor de redacție al revistelor naționale 
 Nica, Denis / Moldavian Journal of Physical Sciences / membru al Colegiului de 

Redacție; 

 Rusu, Emil / Moldavian Journal of Physical Sciences / membru al Colegiului de 
Redacție. 

16. Recomandări, propuneri. 
Nu sunt 

17. Concluzii 
In cadrul proiectului 20.80009.5007.02 „Materiale nanostructurate avansate pentru 

aplicații termoelectrice și senzori”, au fost studiate proprietățile electronice, fononice, 
termoelectrice, electrofizice și fotoelectrice ale materialelor nanostructurate în baza (1) 
oxizilor In2O3 dopați cu Sn, Ga, Zn, Pb și Tl, (2) peliculelor subțiri In-Ga-Sn-O, ZnO-In2O3, 
SnS, SnS2, SnSe, SnSe2, Bi-Sn, Zn1-xMgxO și In2xGa2(1-x)O3 și (3) nnanofirelor și 
nanotuburilor de siliciu. Echipa de cercetare a proiectului a îndeplinit în totalitate obiectivele 
preconizate ale proiectului. 
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Anexa nr. 1 
Rezumatul activității și a rezultatelor obținute în proiect perioada 2020-2023 

Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații termoelectrice și senzori 
 

Cifrul proiectului 20.80009.5007.02 

In cadrul proiectului 20.80009.5007.02 „Materiale nanostructurate avansate pentru aplicații 
termoelectrice și senzori”, au fost cercetate proprietățile electronice, fononice, termoelectrice, 
electrofizice și fotoelectrice ale materialelor nanostructurate în baza (1) oxizilor In2O3 dopați cu 
Sn, Ga, Zn, Pb și Tl, (2) peliculelor subțiri In-Ga-Sn-O, ZnO-In2O3, SnS, SnS2, SnSe, SnSe2, Bi-
Sn, Zn1-xMgxO și In2xGa2(1-x)O3 și (3) nanofirelor și nanotuburilor de siliciu. 

A fost demonstrat teoretic, că (1) formarea defectelor monoatomare Znb și biatomare Snb-Gai 
sau Pbb-Tli în rețeaua cristalină a In2O3 provoacă atât modificarea substanțială a spectrelor 
electronice și fononice, cât și micșorarea eficientă a conductibilității termice fononice (indicii b 
(nodul b) și i (internod) denotă poziția atomului-defect); (2) nanofirele cristalin-amorfe Si/SiO2 
și c-Si/a-Si, cât și nanotuburile de siliciu cu secțiunea transversală variabilă cu dimensiuni 
spațiale nanometrice reprezintă încă o clasă de nanomateriale de perspectivă pentru aplicațiile 
termoelectrice și termoizolante, deoarece ele posed valori ultra-joase ale conductibilității termice 
fononice: ~ 0.2 W/mK – 0.3 W/mK la temperatura camerei. 

De asemenea a fost stabilit că conductibilitatea termică a peliculelor In-Sn-O cu 30 % at. de 
Ga dopant este de 4 ori mai mică decât a peliculelor cu 5% at. de Ga dopant la temperatura 
T = 300 K. Micșorarea conductibilității termice se explică prin micșorarea vitezei de grup medii 
a modelor de oscilație, сât și prin modificarea caracterului transportului de căldură de la cel 
fononic la cel de difuzie, legată de amorfizarea treptată a peliculelor la creșterea concentrației de 
Ga. 

Au fost confecționați fotoreceptori de radiație ultravioletă în baza filmelor oxidice 
ZnxMg1-xO și a fost stabilit mecanismul de sensibilitate și timpul de reacție a acestor 
fotoreceptori. Au fost elaborate procedee tehnologice de formare a tranzistorilor cu efect de 
câmp în baza structurilor de SnS și au fost studiate caracteristicile de frecvență ale lor. 

A fost demonstrat că straturile monocristaline și microfirele policristaline în înveliș de sticlă 
în bază de SnSe dopat cu Ag posedă un factor de putere termoelectrică destul de înalt: de 15 – 18 
µW cm–1 K–2 la temperatura camerei. 

Au fost confecționate mostre de laborator ale senzorului anizotrop planar de flux termic în 
baza filmelor de Bi, depuse pe suport de mică și recristalizate pentru obținerea peliculelor 
monocristaline cu orientarea predeterminată a axei cristalografice C3. 

Rezultatele obținute posedă o valoare științifică fundamentală, cât și valoare aplicativă înaltă: 
ele vor contribui la o înțelegere mai profundă a proceselor electronice și fononice, care se petrec 
în materialele nanostructurate cercetate, iar implementarea lor în practică poate duce la o 
îmbunătățire substanțială a  caracteristicilor de lucru ale convertorilor termoelectrici, senzorilor 
și a dispozitivelor în bază de semiconductori. 

Pe baza rezultatelor științifice obținute în cadrul proiectului au fost publicate 119 lucrări 
științifice, inclusiv 1 monografie internațională, 25 capitole în monografii intrenaționale, 
26 articole în reviste cu factor de impact ISI, 9 articole în culegeri științifice internaționale, 
12 articole în presa națională și 46 teze la lucrările conferințelor științifice internaționale și 
naționale. Au fost obținute 8 brevete de invenție. 
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The electron, phonon, thermoelectric, electrophysical and photoelectric properties of 
nanostructured materials based (1) on In2O3 oxides doped by Sn, Ga, Zn, Pb and Tl, (2) on In-
Ga-Sn-O, ZnO-In2O3, SnS, SnS2, SnSe, SnSe2, Bi-Sn, Zn1-xMgxO and In2xGa2(1-x)O3 thin films 
and (3) on silicon nanowires and nanotubes were investigated in the project 20.80009.5007.02 
“Advanced nanostructured materials for thermoelectric and sensor applications”. 

It has been theoretically demonstrated that (1) the formation of monoatomic Znb and biatomic 
Snb-Gai or Pbb-Tli defects in the crystal lattice of In2O3 leads to both substantial modification of 
its electronic and phonon energy spectra and effective decrease of the phonon thermal 
conductivity (indices b (b-node) and i (internode) denote the position of the defect atom); (2) 
Si/SiO2 and c-Si/a-Si crystalline-amorphous nanowires as well as cross-section modulated 
silicon nanotubes with nanometer spatial dimensions are prospective candidates for 
thermoelectric and thermo-insulating applications since they possess ultra-low values of phonon 
thermal conductivity: ~ 0. 2 W/mK - 0.3 W/mK at room temperature. 

It has been also established that the thermal conductivity of In-Sn-O films with 30 % at. of Ga 
is ~ 4 times lower than that of films with 5 % at. of Ga at T = 300 K. The thermal conductivity 
decrease is explained by the decrease of the average group velocity of phonon modes as well as 
by the change in the character of the heat transport from phonon to diffusion, which is related to 
the gradual amorphization of the films with increasing Ga content. 

Ultraviolet radiation photoreceptors based on ZnxMg1-xO oxide films were developed and 
the sensitivity mechanism and reaction time of these photoreceptors were determined. 
Technological protocols of SnS-based field-effect transistors (FETs) fabrication was described 
and frequency characteristics of SnS-based FETs were studied. 

It has been revealed, that Ag-doped SnSe single crystal films and polycrystalline microwires 
in glass coatings demonstrate a rather high thermoelectric power factor: 15 - 18 µW cm-1 K-2 at 
room temperature. 

Laboratory samples of the planar anisotropic heat flux sensor were fabricated based on Bi 
films, deposited on mica support and recrystallized to obtain monocrystalline films with 
predetermined orientation of the C3 crystallographic axis. 

The obtained results possess both fundamental and applicative significance: they will 
contribute to a deeper understanding of the electron and phonon processes in the investigated 
nanostructured materials, while their practical implementation may lead to a substantial 
improvement of the operation characteristics of thermoelectric converters, sensors and 
semiconductor-based devices. 

The results of the project were published in 119 scientific works, including 1 monograph, 25 
book chapters, 26 research articles in peer-reviewed international journals with ISI impact factor, 
9 research articles in international proceedings, 12 research articles in national journals and 46 
abstracts in conference proceedings/abstract books; 8 patents were obtained. 
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Anexa nr. 4 

Componența echipei conform contractului de finanțare 2020 

Cifrul proiectului __20.80009.5007.02___ 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 

Nume, prenume 
(conform contractului 

de finanțare) 
 

Anul 
nașterii 

Titlul 
științific 

Norma de 
muncă 

conform 
contractului 

Data 
angajării 

Data 
eliberării 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 
1. Nica Denis 1979 dr. hab. 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
2. Korotcenkov Ghenadii 1949 dr. hab. 1 03.01.2020 31.12.2020 
3. Cliucanov Alexandr 1944 dr. hab. 0,25 03.01.2020 31.12.2020 
4. Brînzari Vladimir 1954 dr. 1 03.01.2020 31.12.2020 
5. Cocemasov Alexandr 1987 dr. 1 03.01.2020 31.12.2020 

6. Boris Iulia 1978 dr. 1 03.01.2020 
Transfer pe 
0,5 unitate 
11.08.2020 

7. Vatavu Elmira 1978 dr. 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
8. Isacova Calina 1983 fără grad 1 03.01.2020 31.12.2020 
9. Crîșmari Dmitrii 1984 fără grad 0,25 03.01.2020 31.12.2020 
10. Taracanova Larisa 1945 fără grad 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
11. Gaiu Nicolae 1964 fără grad 1,0 03.01.2020 31.12.2020 
12. Ivanov Mihail 1948 dr. 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
13. Ascherov Artur 1982 fără grad 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
14. Isac-Guțul Tatiana 1977 dr. 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
15. Crețu Raisa 1959 fără grad 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
16. Tacu Nina 1947 fără grad 0,25 03.01.2020 31.12.2020 

INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII „D. GHIȚU”
17. Konopko Leonid 1949 dr. 1 03.01.2020 31.12.2020 
18. Nikolaeva Albina 1941 dr.hab 1 03.01.2020 31.12.2020 
19. Rusu Emil 1944 dr.hab 1 03.01.2020 31.12.2020 
20. Ghimpu Lidia 1961 dr. 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
21. Curmei Nicolai 1989 dr. 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
22. Prodan Lilian 1991 dr. 0,5 03.01.2020 30.04.2020 
23. Leporda Nicolae 1951 dr. 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
24. Cojocaru Victor 1964 dr. 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
25. Suman Victor 1967 fără grad 1 03.01.2020 31.12.2020 
26. Morari Vadim 1992 fără grad 1 03.01.2020 31.12.2020 
27. Bodiul Pavel 1938 dr.hab 0,25 03.01.2020 31.12.2020 
28. Meglei Dragoș 1944 dr. 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
29. Alexeeva Svetlana 1947 dr. 0,25 03.01.2020 31.12.2020 
30. Popov Ivan 1960 fără grad 1 03.01.2020 31.12.2020 
31. Para Gheorghe 1970 dr. 1 03.01.2020 31.12.2020 
32. Kobylianskaya Ana 1983 dr. 0,5 03.01.2020 31.12.2020 
33. Gherghișan Igor 1972 fără grad 0,5 03.01.2020 31.12.2020 

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de 
finanțare 

15,1% 
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Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2020 

Nr Nume, prenume  Anul nașterii 
Titlul 

științific 

Norma de 
muncă 

conform 
contractului 

Data angajării 

1. Boris Iulia 1978 dr. 0,5 03.01.2020 
2. Zincenco Nadejda 1982 dr. 0,5 03.01.2020 

3. Boris Iulia 1978 dr. 1,0 
Transfer 

11.08.2020 
4. Nirca Ecaterina 1996 fără grad 0,5 01.06.2020 

 
 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării 15,1% 
 
 

Componența echipei conform contractului de finanțare 2021 

Cifrul proiectului __20.80009.5007.02___ 

r 

Nume, prenume 
(conform contractului 

de finanțare) 
 

Anul 
nașterii 

Titlul 
științific 

Norma de 
muncă 

conform 
contractului 

Data 
angajării 

Data 
eliberării 

UNIVERSITATE DE STAT DIN MOLDOVA 
1.  Nica Denis 1979 dr. hab. 0,5 04.01.2021 31.12.2021 
2.  Korotcenkov Ghenadii 1949 dr. hab. 1 04.01.2021 31.12.2021 
3.  Cliucanov Alexandr 1944 dr. hab. 0,25 04.01.2021 31.12.2021 
4.  Brinzari Vladimir 1954 dr. 1 04.01.2021 31.12.2021 
5.  Cocemasov Alexandr 1987 dr. 1 04.01.2021 31.12.2021 
6.  Boris Iulia 1978 dr. 1 04.01.2021 31.12.2021 
7.  Zincenco Nadejda 1982 dr. 0,5 04.01.2021 31.12.2021 
8.  Vatavu Elmira 1978 dr. 0,5 04.01.2021 31.12.2021 
9.  Isacova Calina 1983 fără grad 1 04.01.2021 31.12.2021 
10.  Crîșmari Dmitrii 1984 fără grad 0,25 04.01.2021 31.12.2021 
11.  Taracanova Larisa 1945 fără grad 0,5 04.01.2021 31.12.2021 
12.  Gaiu Nicolai 1964 fără grad 1 04.01.2021 31.12.2021 
13.  Ivanov Mihail 1948 dr. 0,5 04.01.2021 31.12.2021 
14.  Ascherov Artur 1982 fără grad 0,5 04.01.2021 31.12.2021 
15.  Isac-Guțul Tatiana 1977 dr. 0,5 04.01.2021 31.12.2021 
16.  Crețu Raisa 1959 fără grad 0,5 04.01.2021 31.12.2021 
17.  Tacu Nina 1947 fără grad 0,25 04.01.2021 31.12.2021 
18.  Ciopcic Irina 1998 fără grad 0,5 04.01.2021 31.12.2021 
19.  Cerven Alexandra 1998 fără grad 0,25 04.01.2021 31.12.2021 
20.  Gheorghienco Alexei 1997 fără grad 0,25 04.01.2021 31.12.2021 

INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D.GHIŢU” 
21.  Rusu Emil 1944 dr. hab. 1 03.01.2021 31.12.2021 
22.  Ghimpu Lidia 1961 dr. 0.5 03.01.2021 31.12.2021 
23.  Curmei Nicolae 1989 dr. 0.5 03.01.2021 31.12.2021 
24.  Leporda Nicolae 1951 dr. 0.5 03.01.2021 31.12.2021 
25.  Cojocaru Victor 1964 dr. 0.5 03.01.2021 31.12.2021 
26.  Suman Victor 1967 fără grad 1 03.01.2021 31.12.2021 
27.  Morari Vadim 1992 fără grad 1 03.01.2021 31.12.2021 
28.  Nirca Ecaterina 1997 fără grad 0.5 03.01.2021 31.12.2021 
29.  Nikolaeva Albina 1941 dr. hab. 1 03.01.2021 31.12.2021 
30.  Bodiul Pavel 1938 dr. hab. 0.25 03.01.2021 31.12.2021 
31.  Konopko Leonid 1949 dr. 1 03.01.2021 31.12.2021 
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32.  Meglei Dragoș 1944 dr. 0.5 03.01.2021 31.12.2021 
33.  Popov Ivan 1960 fără grad 1 03.01.2021 31.12.2021 
34.  Para Gheorghe 1970 dr. 1 03.01.2021 31.12.2021 
35.  Kobîlyanskaya Ana 1983 dr. 0.5 03.01.2021 31.12.2021 
36.  Gherghesan Igor 1972 fără grad 0.5 03.01.2021 31.12.2021 
37.  Slobodeniuc Constantin 1957 fără grad 0.25 03.01.2021 31.12.2021 
38.  Nazarenco Anton 1998 fără grad 0.25 09.02.2021 31.12.2021 

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de 
finanțare 

21,05% 

 
Nu au existat modificări în componența echipei pe parcursul anului 2021 

 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării 21,05% 
 

Componența echipei conform contractului de finanțare 2022 

Cifrul proiectului __20.80009.5007.02___ 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) 

Nr 
Nume, prenume 

(conform contractului 
de finanțare) 

Anul 
nașterii 

Titlul 
științific 

Norma de 
muncă 

conform 
contractului 

Data 
angajării 

Data 
eliberării 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 

Nica Denis 1979 dr. hab. 
0,5 (8 luni) 
1 (4 luni) 

03.01.2022 
Transfer pe 

1,0 unitate din 
01.09.2022 

2. Korotcenkov Ghenadii 1949 dr. hab. 1 03.01.2022 31.12.2022 
3. Brinzari Vladimir 1954 dr. 1 03.01.2022 31.12.2022 
4. Cocemasov Alexandr 1987 dr. 1 03.01.2022 31.12.2022 
5. Cliucanov Alexandr 1944 dr. hab. 0,75 03.01.2022 31.12.2022 
6. Zincenco Nadejda 1982 dr. 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
7. Vatavu Elmira 1978 dr. 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
8. Isacova Calina 1983 fără grad 1 03.01.2022 31.12.2022 
9. Crîșmari Dmitrii 1984 fără grad 0,25 03.01.2022 31.12.2022 
10. Taracanova Larisa 1945 fără grad 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
11. Gaiu Nicolai 1964 fără grad 1 03.01.2022 31.12.2022 
12. Ivanov Mihail 1948 dr. 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
13. Ascherov Artur 1982 fără grad 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
14. Ciopcic Veaceslav 1964 fără grad 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
15. Isac-Guțul Tatiana 1977 dr. 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
16. Crețu Raisa 1959 fără grad 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
17. Tacu Nina 1947 fără grad 0,25 03.01.2022 31.12.2022 
18. Beldiga Maria 1984 dr. 0,25 03.01.2022 31.12.2022 
19. Ciopcic Irina 1998 fără grad 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
20. Сarpov Emanuil 1998 fără grad 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
21. Vaneev Alexandr 1998 fără grad 0,5 03.01.2022 31.12.2022 

INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII „D.GHIŢU” 
22. Rusu Emil 1944 dr. hab. 1 03.01.2022 31.12.2022 
23. Ghimpu Lidia 1961 dr. 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
24. Curmei Nicolai 1989 dr. 0,5 03.01.2022 31.12.2022 

25. 
Slobodeniuc 
Constantin 

1957 fără grad 0,25 03.01.2022 31.12.2022 

26. Leporda Nicolai 1951 dr. 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
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27. Cojocaru Victor 1964 dr. 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
28. Suman Victor 1967 fără grad 1 03.01.2022 31.12.2022 
29. Morari Vadim 1992 fără grad 1 03.01.2022 31.12.2022 
30. Beleaev Ecaterina 1997 fără grad 0,5 03.01.2022 31.12.2022 
31. Nikolaeva Albina 1941 dr. hab. 1 03.01.2022 31.12.2022 
32. Bodiul Pavel 1938 dr. hab. 0,25 03.01.2022 31.12.2022 
33. Konopko Leonid 1949 dr. 1 03.01.2022 31.12.2022 
34. Popov Ivan 1960 fără grad 1 03.01.2022 31.12.2022 
35. Para Gheorghe 1970 dr. 1 03.01.2022 31.12.2022 
36. Kobîlianskaya Ana 1983 dr. 0,5 03.01.2022 04.05.2022 
37. Gherghişan Igor 1972 fără grad 0,5 03.01.2022 31.12.2022 

38. Pencala Victor 1998 fără grad
0,25 (5,5 luni)
0,5 (6,5 luni) 

03.01.2022 
Transfer pe 
0,5 unitate din 
13.06.2022 

39. Şiverschii Denis  1998 fără grad 0,25 03.01.2022 04.07.2022 
 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor conform contractului de 
finanțare 

9 tineri (pina la 35) 
23% 

 
Modificări în componența echipei pe parcursul anului 2022 

Nr Nume, prenume  Anul nașterii Titlul științific 
Norma de 

muncă conform 
contractului 

Data 
angajării 

1. Smâslov Vladimir 1950 fără grad 0,25 13.06.2022 
 

Ponderea tinerilor (%) din numărul total al executorilor la data raportării 
8 tineri (pina 
la 35) 21% 

 

Componența echipei conform contractului de finanțare 2023 

Cifrul proiectului __20.80009.5007.02___ 

Echipa proiectului conform contractului de finanțare (la semnarea contractului) pentru 2023 
Nr Nume, prenume 

(conform 
contractului de 
finanțare) 

Anul 
nașterii 

Titlul 
științific 

Norma de 
muncă conform 
contractului 

Data 
angajării 

Data 
eliberării 

UNIVERSITATE DE STAT DIN MOLDOVA 
1 Nica Denis 1979 dr. hab. 1 01.01.2023 31.12.2023 
2 Korotcenkov Ghenadii 1949 dr. hab. 1 01.01.2023 31.12.2023 
3 Brinzari Vladimir 1954 dr. 1 01.01.2023 31.12.2023 
4 Cocemasov Alexandr 1987 dr. 1 01.01.2023 31.12.2023 
5 Cliucanov Alexandr 1944 dr. hab. 0.5 01.01.2023 31.12.2023 
6 Zincenco Nadejda 1982 dr. 0.5 01.01.2023 31.12.2023 
7 Vatavu Elmira 1978 dr. 0.5 01.01.2023 31.12.2023 
8 Isacova Calina 1983 fără grad 1 01.01.2023 31.12.2023 
9 Crîșmari Dmitrii 1984 fără grad 0.25 01.01.2023 31.12.2023 

10 Taracanova Larisa 1945 fără grad 0.5 01.01.2023 31.12.2023 
11 Gaiu Nicolai 1964 fără grad 0.5 01.01.2023 31.12.2023 
12 Ivanov Mihail 1948 dr. 0.5 01.01.2023 31.12.2023 
13 Ascherov Artur 1982 fără grad 0.5 01.12.2023 31.12.2023 
14 Ciopcic Veaceslav 1964 dr. 0.5 01.01.2023 31.12.2023 
15 Isac-Guțul Tatiana 1977 dr. 0.5 01.02.2023 31.12.2023 
16 Crețu Raisa 1959 fără grad 0.5 01.01.2023 31.12.2023 
17 Beldiga Maria 1984 dr. 0.25 01.02.2023 31.12.2023 
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Anexa nr. 6 

 

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ 

A6.1. Structura cristalină a peliculelor subțiri In-Sn-Ga-O, obținute prin 
pulverizare magnetronică 

Peliculele din sistemul In–Sn–Ga–O au fost obținute prin metoda pulverizării magnetronice 
(PM), fiind depuse pe substraturi de Si, Al2O3 – safir și sticlă. Pentru aceste pelicule raportul 
concentrațiilor de Sn/In (~10 %) corespunde compusului ITO și a fost menținut constant, însă se 
modifică concentrația oxidului de Ga. În continuare cu ajutorul mărimii x vom simboliza 
raportul x=[ITO]/[Ga2O3] în masca inițială supusă pulverizării. Valoarea acestei mărimi a variat 
de la 0 până la 50 %. Grosimea peliculelor obținute este situată în diapazonul 300–500 nm. În 
rezultatul analizei structurale au fost stabilite unele particularități comparativ cu peliculele, 
obținute prin metoda spray-pirolizei: 1) dimensiunea granulelor și însuși dispersia relativă a 
dimensiunii granulelor în cazul peliculelor policristaline, obținute prin metoda PM, s-au dovedit 
a fi mult mai mici pentru toate substraturile utilizate (<15 nм la o dispersie de ~ 20–30 % ); 
2) policristalinitatea peliculelor depuse pe safir se păstrează pâna la o concentrație de 30 % a 
adaosului de Ga2O3; 3) la majorarea ulterioară a concentrației adaosului de Ga2O3, peliculele 
devin amorfe; 4) pâna la tranziția în starea amorfă peliculele demonstrează o dilatare, apoi invers 
– o comprimare a rețelei atomice; 5) în cazul peliculelor depuse pe safir cu compoziția х = 50 %, 
la temperatura de 500 оС se observă efectul creșterii epitaxiale insulare (vezi Figura A1). Insulele 
formate sunt de formă triunghiulară regulată cu dimensiunea caracteristică de ~200 nm. 
Difractogramele Roentgen, prezentate în Figura A2, confirmă prezența fazei Ga2O3, care 
aparține singoniei trigonale. În această difractogramă observăm de asemenea, că substratul de 
safir cu același tip de simetrie, posedă direcția (001), adică posedă plan superficial de tip с. Acest 
plan favorizează creșterea atât a α- , cât și a β-Ga2O3 (singonia monoclinică). Astfel în cazul dat 
se formează α-Ga2O3, cu toate că condițiile termice de creștere sunt relativ joase. În condițiile de 
coacere la temperatura de 900 ℃ nu s-a observat creșterea acestei faze. În momentul de față, 
natura unei astfel de selectivități de temperatură a creșterii epitaxiale nu este stabilită. 

Ce ține de peliculele cu structură policristalină, coacerea lor duce doar la creșterea 
cristalitelor fazei principale, care aparține grupului de simetrie Ia-3. Această creștere este 
deosebit de semnificativă la temperaturi înalte de coacere (~ 900 ℃). 
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Figura A1. Morfologia superficială a peliculei ITO–Ga2O3 cu х = 50 %, Т=500 ℃, 

stabilită cu ajutorul metodei AFM. 
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Figura A2. Difractogramele roentgen ale peliculelor ITO–Ga2O3, având diferite 

concentrații de Ga2O3. 

A6.2. Proprietățile electronice, fononice și termice ale oxizilor In2O3 dopați cu Sn, 
Ga, Zn, Pb și Tl 

Spectrele energetice și densitățile de stări ale electronilor și fononilor, calculate în In2O3:Sn 
dopat cu ~ 6 % Ga, sunt prezentate în Figura A3. 

 
Figura A3. Spectrele energetice și densitățile de stări ale electronilor (a) și fononilor (b) 

în ITO:Ga. 
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S-a stabilit, că formarea defectelor punctiforme de tip internod cu atomi de Ga demonstrează 
un comportament donor și duce la apariția a două noi subbenzi electronice CB1 și CB2 în 
comparație cu oxidul pur. Subbanda CB0 este dominată de orbitalele O-2p și Sn-5s, în timp ce 
orbitalele O-2p, In-5p, In-5s și Ga-4s contribuie la formarea subbenzii CB1. La temperaturi joase 

CB2 rămâne total neocupată, iar între CB1 și CB2 există o bandă interzisă îngustă de 0,6 eV. Prin 
urmare, ITO:Ga ar trebui să demonstreze o concentrație sporită de electroni și conductibilitate 
electronică deja la temperaturi moderate. Pe de altă parte, spectrul fononic la fel demonstrează 
particularități curioase și anume hibridizarea modelor vibraționale ale atomilor de metal: In/Sn, 
In/Ga și Sn/Ga. Aceste mode hibride sunt însoțite de apariția multiplelor puncte în zona Brillouin 
cu caracter „anti-crossing”, rezultând aplatizarea curbelor de dispersie și o scădere 
corespunzătoare a vitezei medii de grup a fononilor (vezi Figura A4). Acest efect devine mai 
pronunțat odată cu creșterea concentrației de Ga. 

 
Figura A4. (a) Efectul „anti-crossing” între curbele fononice în ITO:Ga. (b) Viteza de grup 

medie a fononilor în ITO:Ga.  
De asemenea au fost calculate și analizate sarcinile parțiale, funcțiile de localizare 

electronice și constantele interatomice de forță în ITO:Ga. În baza acestor rezultate am elaborat 
concluzia, că configurația cristalină a structurii ITO:Ga este favorabilă pentru existența efectului 
„rattling” datorită particularităților geometrice a celulei elementare și a interacțiunii complexului 
de atomi Sn-Ga. Atomii „rattling” joacă rolul centrelor de împrăștiere a fononilor. 

În Figura A5 sunt prezentate spectrele energetice ale electronilor și fononilor în In2O3: Pbb-
Tli. Formarea defectului Pbb-Tli în rețeaua cristalină a In2O3 duce la modificarea substanțială a 
spectrelor electronice și fononice. În spectrul electronic apar trei subbenzi de conducție: CB0, 
CB1 și CB2, primele două dintre care conform poziției nivelului Fermi sunt totalmente ocupate 
de electroni. Analiza densității electronice de stări ne duce la concluzia, că subbanda CB0 este 
dominată de orbitalele O-2p și Pb-6s, iar orbitalele O-2p și Tl-6s contribuie cel mai mult la 
formarea suubenzii CB1. Subbanda CB2 rămâne neocupată la T = 0 K, însă deoarece  lățimea 
benzii interzise dintre CB1 și CB2 este de doar ~0.6 eV, ambele subbenzi vor participa la 
condictibilitatea electronică deja la temperaturi moderate. 
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Figura A5. Spectrele energetice ale (a) electronilor și (b) fononilor în In2O3 cu defectul 

punctiform Pbb-Tli 

A6.3. Senzorul anizotrop de flux termic pe baza filmelor de Bi 
Prin metoda de evaporare termică a Bi în vid pe suport din mică, au fost depuse filme 

policristaline de Bi cu grosimea de 2-5 μm.  
Pentru recristalizarea lor și obținerea filmelor monocristaline cu orientarea predeterminată C3 

a axei cristalografice, a fost elaborată instalația, care permite efectuarea recristalizării peliculilor 
de Bi în câmp electric puternic cu ajutorul radiației laser cu lungimea de undă λ = 450 nm. 
Metoda de recristalizare propusă se bazează pe brevetul nostru privind recristalizarea unui 
microfir de bismut acoperit cu sticlă într-un câmp electric puternic (MD 1409 Y 2019.12.31). 
Este o altă arhitectură anizotropă a senzorului de flux de căldură, bazată pe tehnologia fabricării 
filmelor. Metoda constă în faptul, că un fascicol laser focalizat topește o mică zonă pe suprafaţa 
filmului de bismut policristalin prin deplasarea în interiorul unui condensator, format dintr-o 
placă de sticlă cu un strat conductiv semitransparent aplicat și o placă de cupru; în condensator 
se crează un câmp electric puternic, E = 8 × 103 V/cm. Porțiunea topită a filmului din interiorul 
condensatorului este cristalizată de un flux de aer cu direcția axei cristalografice principale C3 a 
filmului de-a lungul câmpului electric. Tehnologia de recristalizare propusă într-un câmp electric 
puternic este componenta principală și necesară în crearea convertoarelor de energie 
termoelectrică anisotropă pe baza unui film Bi monocristalin. În Figura A6 este prezentată 
schema metodei de recristalizare şi fragmentul filmului de Bi după recristalizare. 

După recristalizare a fost executată o mostră de laborator a detectorului fluxului de căldură 
pe baza peliculei de Bi depuse pe suport de mică cu dimensiunea 15 × 15 mm2 (vezi Figura A7). 

 
(a)                                                                           (b) 

Figura A6. (a) Schema tehnologică pentru realizarea metodei de creștere orientată a unui 
film monocristalin de bismut într-un câmp electric puternic. (b) Filmul de Bi, depus termic pe 
suport de mică cu grosimea de 25 μm, după recristalizarea cu fascicol laser (λ = 450 nm) cu 
viteza de deplasare de 0,1 cm/sec. Largimea benzii recristalizate este de 300 μm. 
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Figura A7. Panoul stânga: pelicula de Bi (d = 2 μm) depusă pe substrat de mică 

(d = 30 μm). Panoul dreapta: construcția traductorului de flux de căldură, obținută după procesul 
de pregătire și recristalizare în câmp electric puternic.  

A6.4. Conductibilitatea termică fononică a nanotuburilor de siliciu cu secțiunea 
transversală variabilă 

În Fig. A8 este prezentată dependența de temperatură a capacității termice (panoul (a)) și a 
conductibilității termice de rețea (panoul (b)) în nanotubul de siliciu cu secțiunea transversală 
variabilă. De asemenea sunt prezentate dependențele de temperatură a capacității termice și a 

conductibilității termice în nanotubul de siliciu cu secțiunea transversală constantă ( mod 0MNTd ). 

Modulația secțiunii transversale influențează slab capacitatea termică a nanotubului, însă 
micșorează substanțial conductibilitatea termică de rețea – de 5 – 10 ori în dependență de 
temperatură și de valoarea modulației secțiunii. 

 

 

A6.5. Proprietățile termoelectrice ale straturilor și microfirelor de SnSe dopat cu Ag 

Figura A8. Dependența de temperatură a capacității termice și a conductibilității 
termice de rețea în nanotuburile de siliciu cu secțiune transversală variabilă și constantă.
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Figura A9. (a) Monocristalul de SnSeAg0.01. (b) Stratul monocristalin de SnSeAg0,01 

exfoliat cu grosimea t=35 µm. (c) Ilustrarea schematică a procesului de obținere a microfirelor 
prin metoda Ulitovsky din SnSeAg0.01. (d) Imaginea obținută la microscopul optic a unui 
microfir de SnSeAg0,01 în înveliș de sticlă cu diametrul de 40 µm și diametrul exterior D = 50 
µm. (e) Dependența de temperatură a factorului de putere PF pentru microfirul de SnSeAg0.01 cu 
diferite diametre d și pentru stratul monocristalin: (1) d=40 μm; (2) d=140 μm; (3) d=56 μm; (4) 
d =50 µm; (5) stratul monocristalin SnSeAg0,01 cu grosimea t=35 µm 


